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특허청구의 범위

청구항 1 

미소전자 유닛에 있어서,

전면 및 상기 전면으로부터 이격되어 있는 배면을 갖는 반도체 요소로서, 상기 반도체 요소는, 상기 전면에 인

접하는 반도체 소자, 상기 전면에 있는 제1 도전성 컨택트, 상기 배면으로부터 부분적으로 상기 반도체 요소를

통해 상기 전면을 향해 연장되는 하나 이상의 제1 개구, 및 상기 전면을 향해 상기 하나 이상의 제1 개구 사이

에 연장되는 하나 이상의 제2 개구를 포함하는, 상기 반도체 요소;

상기 하나 이상의 제1 개구 내에 연장되는 하나 이상의 제1 도전성 요소;

상기 하나 이상의 제2 개구 내에 배치되고, 하나 이상의 상기 제1 도전성 컨택트 및 상기 하나 이상의 제1 도전

성 요소와 연결되는, 하나 이상의 제2 도전성 요소; 및

상기 하나 이상의 제1 도전성 요소와 접속되는 하나 이상의 제2 도전성 컨택트로서, 상기 제2 도전성 컨택트는

상기 반도체 요소의 외부에 배치되는, 하나 이상의 제2 도전성 컨택트

를 포함하는, 미소전자 유닛. 

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 제1 도전성 컨택트는 전면으로부터 떨어져 바라보는 배면을 가지며, 상기 하나 이상의 제1 개구는 상기 반

도체 요소의 두께의 대부분을 통해 연장되고, 복수의 제2 개구 중 하나 이상의 제2 개구는 상기 하나 이상의 제

1 개구로부터 연장하여 상기 제1 도전성 컨택트 중 하나의 도전성 컨택트의 표면에 접촉하는, 

미소전자 유닛.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 반도체 소자가 배치되는 상기 전면의 적어도 일부분 상에 위치하는 커버 요소를 더 포함하는, 미소전자 유

닛.

청구항 4 

제1항에 있어서,

상기 반도체 요소는 상기 전면에 인접하고 상기 배면을 향해 연장되는 트렌치 커패시터의 어레이를 포함하며,

하나 이상의 제1 구멍부가 상기 어레이와 정합(registration)하지 않는, 미소전자 유닛.

청구항 5 

제1항에 있어서,

상기 하나 이상의 제2 개구는 상기 전면으로부터의 깊이가 증가함에 따라 작아지는 폭을 갖도록 상기 전면으로

부터 상기 배면을 향하는 방향으로 테이퍼되는, 미소전자 유닛.

청구항 6 

제1항에 있어서,

상기 하나 이상의 제2 개구는 상기 전면으로부터의 깊이가 증가함에 따라 커지는 폭을 갖도록 상기 배면으로부

터 상기 전면을 향하는 방향으로 테이퍼되는, 미소전자 유닛.

청구항 7 

제1항에 있어서, 
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상기 하나 이상의 제1 개구는 상기 전면을 따라가는 방향의 제1 치수를 갖고, 상기 하나 이상의 제2 개구는 상

기 전면을 따라가는 방향의 제2 치수를 갖고, 상기 제2 치수는 상기 제1 치수보다 작은, 미소전자 유닛. 

청구항 8 

각 미소전자 유닛이 청구항 1에서 청구된 바와 같은 복수의 미소전자 유닛을 포함하는 적층된 미소전자 조립체

로서, 

적어도 일부의 미소전자 유닛의 제1 도전성 컨택트가 나머지의 미소전자 유닛의 배면에 노출된 제2 도전성 컨택

트와 도전 접속되는, 

적층된 미소전자 조립체.

청구항 9 

제8항에 있어서, 

상기 적어도 일부의 미소전자 유닛의 상기 제1 도전성 컨택트는 하나 이상의 스터드 범프(stud bump) 또는 하나

이상의 솔더(solder)를 통해 나머지의 미소전자 유닛의 제2 도전성 컨택트와 도전 접속되는, 

적층된 미소전자 조립체.

청구항 10 

미소전자 유닛에 있어서, 

전면 및 상기 전면으로부터 이격되어 있는 배면을 갖는 반도체 요소로서, 상기 전면 및 상기 배면은 제1 두께를

갖는 얇은 영역 및 상기 제1 두께의 2배 이상인 제2 두께를 갖는 두꺼운 영역을 형성하고, 상기 반도체 요소는,

상기 전면에 있는 반도체 소자, 상기 반도체 소자와 연결되는 상기 전면에 있는 복수의 제1 도전성 컨택트, 및

상기 반도체 요소의 배면으로부터 상기 반도체 요소의 얇은 영역을 통해 상기 제1 도전성 컨택트로 연장되는 복

수의 도전성 비아(via)를 포함하며, 상기 복수의 제1 도전성 컨택트의 각각은 상기 반도체 요소의 상기 전면으

로부터 떨어져 바라보는 표면을 가지고, 상기 도전성 비아는 상기 제1 도전성 컨택트의 상기 표면에 접촉하는

금속을 포함하는, 상기 반도체 요소; 

상기 반도체 요소의 외부에 노출되는 복수의 제2 도전성 컨택트; 및

상기 제2 도전성 컨택트를 상기 도전성 비아로 연결시키는 복수의 도전성 트레이스

를 포함하는, 미소전자 유닛.

청구항 11 

제10항에 있어서,

상기 제2 도전성 컨택트는 상기 배면에 있는 상기 두꺼운 영역 상에 위치하는, 미소전자 유닛.

청구항 12 

제10항에 있어서,

상기 반도체 요소의 상기 배면 상에 위치하는 유전체층을 더 포함하는, 미소전자 유닛. 

청구항 13 

제12항에 있어서, 

상기 제2 도전성 컨택트 및 도전성 트레이스는 상기 유전체층 상에 위치하는, 미소전자 유닛. 

청구항 14 

제10항에 있어서,

상기 반도체 소자가 배치되는 상기 전면의 적어도 일부분 상에 위치하는 커버 요소를 더 포함하는, 미소전자 유
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닛.

청구항 15 

청구항 10에서 청구된 바와 같은 미소전자 유닛을 포함하는 조립체로서,

상기 반도체 요소의 상기 배면 상에 위치하는 컴플라이언트 유전체층(compliant dielectric layer)을 더 포함하

고, 상기 제2 도전성 컨택트에 결합되는 단자를 갖는 회로 패널을 더 포함하고, 

상기 유전체층의 탄성 계수와 상기 유전체층의 두께는 상기 미소전자 유닛과 상기 회로 패널 간의 열팽창 불일

치를 보상하기에 충분한 정도로 형성되는,

조립체. 

청구항 16 

청구항 10에 청구된 바와 같은 미소전자 유닛을 포함하는 카메라 모듈로서,

상기 반도체 소자가 촬상 영역을 포함하며, 상기 카메라 모듈이 상기 전면의 적어도 일부분 상에 위치하는 커버

요소 및 상기 촬상 영역에 정합하여 상기 커버 요소에 탑재된 광학 요소를 갖는 광학 유닛을 더 포함하는, 카메

라 모듈.

청구항 17 

청구항 10에 청구된 바와 같은 미소전자 유닛을 제조하는 방법으로서,

상기 반도체 요소는 상기 전면으로부터 이격된 배면을 갖고, 

상기 미소전자 유닛을 제조하는 방법은, 상기 제2 도전성 컨택트 및 도전성 트레이스를 형성하기 전에, 상기 배

면 상에 위치하는 유전체층을 전해도금(electrodeposition)하는 단계를 포함하고, 상기 제2 도전성 컨택트 및

도전성 트레이스는 상기 유전체층 상에 위치하도록 형성되는,

미소전자 유닛을 제조하는 방법. 

청구항 18 

청구항 10에 청구된 바와 같은 미소전자 유닛을 제조하는 방법으로서,

상기 배면으로부터 상기 제2 두께와 적어도 실질적으로 동일한 두께 아래로 박막화하는 단계를 포함하고, 

(a) 단계 이후에, (b) 상기 얇은 영역을 형성하도록 상기 반도체 요소의 일부의 두께를 상기 반도체 요소의 전

체의 두께보다 얇게 박막화시키는 단계를 수행하는, 

미소전자 유닛을 제조하는 방법.

청구항 19 

전면 및 상기 전면으로부터 이격되어 있는 배면을 갖는 반도체 요소로서, 상기 반도체 요소는, 상기 전면에 있

는 반도체 소자, 상기 전면에서 노출되어 있는 도전성 전면 컨택트, 및 상기 배면에서 노출되어 있는 도전성 배

면 컨택트를 갖는, 상기 반도체 요소;

상기 도전성 전면 컨택트에 접속되고, 상기 전면으로부터 하방향으로 연장하는 복수의 도전성 비아;

하나 이상의 상기 도전성 비아와 정합(registration)하여 상기 배면으로부터 하방향으로 연장하는 개구; 및

상기 개구의 벽부를 따라 하나 이상의 상기 도전성 비아로부터 상방향으로 연장하고, 하나 이상의 상기 도전성

배면 컨택트에 접속되는 도전성 트레이스

를 포함하는 미소전자 유닛.

청구항 20 

제19항에 있어서,

상기 전면으로부터의 상기 복수의 도전성 비아의 최대 깊이는 상기 배면으로부터의 상기 개구의 최대 깊이보다
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작은, 미소전자 유닛.

청구항 21 

제19항에 있어서,

상기 개구는 상기 복수의 도전성 비아와 정합하고 있으며, 상기 미소전자 유닛은 복수의 도전성 트레이스를 포

함하며, 각각의 상기 도전성 트레이스는 상기 복수의 도전성 비아 중의 하나를 상기 복수의 도전성 배면 컨택트

중의 하나에 접속시키는, 미소전자 유닛.

청구항 22 

청구항 19에서 청구된 바와 같은 미소전자 유닛을 복수 개로 포함하는 적층된 미소전자 조립체로서, 상기 미소

전자 유닛의 일부의 미소전자 유닛의 도전성 전면 컨택트가 상기 미소전자 유닛의 다른 미소전자 유닛의 도전성

배면 컨택트에 도전 가능하게 접속되는, 적층된 미소전자 조립체.

청구항 23 

제19항에 있어서,

상기 도전성 트레이스 및 상기 개구의 벽부 상에 위치하는 유전체 재료를 더 포함하는, 미소전자 유닛.

청구항 24 

제19항에 있어서,

상기 반도체 요소는 상기 전면으로부터 하방향으로 연장하는 트렌치 커패시터의 어레이를 포함하며, 상기 개구

는 상기 어레이와 정합하지 않는, 미소전자 유닛.

청구항 25 

제19항에 있어서,

좌측 도전성 트레이스 및 우측 도전성 트레이스를 갖는 복수의 도전성 트레이스를 더 포함하며, 각각의 상기 좌

측 도전성 트레이스는 상기 도전성 비아를 좌측의 도전성 배면 컨택트에 접속시키고, 각각의 우측 도전성 트레

이스는 상기 도전성 비아를 우측의 도전성 배면 컨택트에 접속시키는, 미소전자 유닛.

청구항 26 

전면 및 상기 전면으로부터 이격되어 있는 배면을 갖는 반도체 요소로서, 상기 반도체 요소는, 상기 전면에 있

는 반도체 소자 및 상기 배면에서 노출되어 있는 도전성 배면 컨택트를 갖는, 상기 반도체 요소;

상기 전면으로부터 하방향으로 연장하는 복수의 도전성 비아;

하나 이상의 상기 복수의 도전성 비아와 정합하여 상기 배면으로부터 하방향으로 연장하는 개구; 및

상기 개구 내의 상기 복수의 도전성 비아 중의 하나에 결합(join)되고, 상기 도전성 비아로부터 상기 배면에 의

해 정해진 평면 위의 위치까지 연장하는 도전성 범프

를 포함하는 미소전자 유닛.

청구항 27 

제26항에 있어서,

상기 도전성 범프는 솔더 범프를 포함하는, 미소전자 유닛.

청구항 28 

제26항에 있어서,

상기 도전성 범프는 스터드 범프(stud bump)를 포함하는, 미소전자 유닛.

청구항 29 

등록특허 10-1460141

- 6 -



청구항 26에서 청구된 바와 같은 미소전자 유닛을 복수 개로 포함하는 적층된 미소전자 조립체로서, 상기 미소

전자 유닛의 일부의 미소전자 유닛의 도전성 범프가, 상기 일부의 미소전자 유닛의 전면에 있는 도전성 비아를

상기 미소전자 유닛의 다른 미소전자 유닛의 개구 내의 도전성 비아에 접속시키는, 적층된 미소전자 조립체.

청구항 30 

전면 및 상기 전면으로부터 이격되어 있는 배면을 갖는 반도체 요소로서, 상기 반도체 요소는, 상기 전면에 있

는 반도체 소자 및 상기 배면에 노출되어 있는 도전성 배면 컨택트를 갖는, 상기 반도체 요소;

상기 전면으로부터 하방향으로 연장하는 복수의 도전성 비아;

하나 이상의 상기 도전성 비아와 정합하여 상기 배면으로부터 하방향으로 연장하는 개구; 및

상기 전면에서 상기 도전성 비아 중의 하나에 결합되고, 상기 전면으로부터 상방향으로 연장하는 도전성 범프

를 포함하는 미소전자 유닛.

청구항 31 

청구항 30에서 청구된 바와 같은 미소전자 유닛을 복수 개로 포함하는 적층된 미소전자 조립체로서, 상기 미소

전자 유닛의 일부의 미소전자 유닛의 도전성 범프가, 상기 일부의 미소전자 유닛의 전면에 있는 도전성 비아를

상기 미소전자 유닛의 다른 미소전자 유닛의 개구 내의 도전성 비아에 접속시키는, 적층된 미소전자 조립체.

청구항 32 

미소전자 유닛을 제조하는 방법에 있어서,

전면 및 상기 전면으로부터 이격되어 있는 배면을 갖는 반도체 요소를 제공하는 단계로서, 상기 반도체 요소는,

상기 전면에 있는 반도체 소자, 상기 전면에서 상기 반도체 소자에 접속되는 제1 도전성 컨택트, 및 상기 배면

으로부터 상기 반도체 요소를 통해 상기 제1 도전성 컨택트까지 연장하는 복수의 도전성 비아를 포함하는, 상기

반도체 요소 제공 단계; 및

상기 배면 상에 위치하는 복수의 제2 도전성 컨택트와, 상기 제2 도전성 컨택트를 상기 도전성 비아에 접속시키

는 복수의 도전성 트레이스를 형성하는 단계

를 포함하는 미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 33 

제32항에 있어서,

상기 반도체 요소는, 상기 제1 도전성 컨택트 상에 위치하는 제1 두께를 갖는 얇은 영역과, 상기 제1 두께의 2

배 이상인 제2 두께를 갖는 두꺼운 영역을 포함하는, 미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 34 

제33항에 있어서,

상기 제2 도전성 컨택트를 형성하기 전에, 상기 반도체 요소를 상기 전면 상에 위치하는 커버 요소와 함께 조립

하는 단계를 더 포함하는, 미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 35 

제34항에 있어서,

상기 제2 도전성 컨택트 및 상기 도전성 트레이스를 형성하기 전에 상기 배면 상에 위치하는 유전체층을 형성하

는 단계를 더 포함하며, 상기 제2 도전성 컨택트 및 상기 도전성 트레이스는 상기 유전체층 상에 위치하도록 형

성되는, 미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 36 

미소전자 유닛을 제조하는 방법에 있어서,
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전면 및 상기 전면으로부터 이격되어 있는 배면을 갖는 반도체 요소를 제공하는 단계로서, 상기 반도체 요소는,

상기 전면에 있는 반도체 소자, 상기 전면에서 상기 반도체 소자에 접속되는 제1 도전성 컨택트, 상기 배면에서

노출되어 있는 반도체 재료, 및 상기 배면으로부터 반도체 요소를 통하여 상기 제1 도전성 컨택트까지 연장하는

복수의 관통 구멍부를 포함하는, 상기 반도체 요소 제공 단계;

상기 배면에 노출되어 있는 상기 반도체 재료 상에 또한 상기 관통 구멍부를 따라 배면 유전체층을 전해도금

(electrodeposition)하는 단계; 및

상기 배면 상에 위치하는 제2 도전성 컨택트를 형성하고, 상기 관통 구멍부 내에 상기 제1 도전성 컨택트와 접

촉하는 복수의 도전성 비아를 형성하며, 상기 제2 도전성 컨택트를 상기 도전성 비아에 접속시키는 복수의 도전

성 트레이스를 형성하는 단계

를 포함하는 미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 37 

미소전자 유닛을 제조하는 방법에 있어서,

(a) 반도체 요소의 전면에서 반도체 소자에 접속되는 제1 도전성 컨택트, 상기 전면으로부터 떨어져 있는 배면,

상기 배면으로부터 상기 반도체 요소를 통하여 상기 제1 도전성 컨택트까지 연장하는 복수의 관통 구멍부, 및

상기 배면 및 상기 관통 구멍부의 벽부에 노출되어 있는 반도체 재료를 갖는 반도체 요소의 전면 상에 위치하는

커버 요소와 함께 상기 반도체 요소를 조립하여, 유닛을 형성하는 단계;

(b) 상기 배면에 노출되어 있는 상기 반도체 재료 상에 또한 상기 관통 구멍부의 벽부를 따라 유전체층을 전해

도금(electrodeposition)하는 단계; 및

(c) 상기 유전체층 위에, (ⅰ) 상기 관통 구멍부 내에서 상기 제1 도전성 컨택트와 접촉하는 도전성 비아, (ⅱ)

상기 배면 상에 위치하는 복수의 제2 도전성 컨택트, 및 (ⅲ) 상기 도전성 비아를 상기 제2 도전성 컨택트에 접

속시키는 복수의 도전성 트레이스를 형성하는 단계

를 포함하는 미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 38 

제37항에 있어서,

상기 커버 요소는 상기 반도체 요소의 상기 전면으로부터 떨어져 있는 외부면을 가지며, 상기 커버 요소는 상기

외부면에 노출된 유전체 재료를 포함하는, 미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 39 

제37항에 있어서,

상기 반도체 요소는 상기 전면과 상기 배면 사이에 제1 두께를 갖는 제1 부분을 포함하며,

상기 미소전자 유닛의 제조 방법은, 

상기 (a) 단계와 상기 (b) 단계 사이에, 상기 제1 부분보다 얇은 박막화 부분을 형성하기 위해 상기 제1 도전성

컨택트 상에 위치하는 상기 반도체 요소의 부분을 박막화하는 단계를 더 포함하며,

상기 관통 구멍부가 상기 박막화 부분을 관통하여 연장하는,

미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 40 

제39항에 있어서,

(d) 상기 미소전자 유닛을 복수의 다이싱 레인을 따라 복수의 피복된 칩 단위로 절단하는 단계를 더 포함하는,

미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 41 

등록특허 10-1460141

- 8 -



제39항에 있어서,

상기 박막화 부분을 형성하기 위한 박막화하는 단계를 수행하기 전에, 상기 제1 부분의 두께를 감소시키기 위해

상기 배면으로부터 상기 반도체 요소를 그라인딩하는 단계를 더 포함하는, 미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 42 

제41항에 있어서,

상기 반도체 요소는 제1 도전성 컨택트와 상기 반도체 요소의 반도체 재료 사이에 배치된 전면 유전체층을 포함

하며,

상기 미소전자 유닛의 제조 방법은, 상기 (c) 단계를 수행하기 전에, 상기 전면 유전체층이 노출될 때까지 상기

반도체 요소를 에칭하고, 상기 관통 구멍부 내의 상기 제1 도전성 컨택트 상에 위치하는 상기 전면 유전체층의

부분을 제거함으로써, 복수의 관통 구멍부를 형성하는 단계를 더 포함하는,

미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 43 

제42항에 있어서,

상기 전면 유전체층의 부분은 상기 (b) 단계 후에 제거되는, 미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 44 

제40항에 있어서,

복수의 외부 컨택트를 형성하는 단계는 복수의 금속성 범프를 형성하는 단계를 포함하는, 미소전자 유닛의 제조

방법.

청구항 45 

제37항에 있어서,

상기 배면 유전체층을 전해도금하는 단계는, 상기 미소전자 유닛의 외부면을 유체 중합성 조성물과 접촉시키고,

상기 배면 유전체층을 전기 영동 방식으로 증착시키기 위해 상기 유체 중합성 조성물을 통해 전류를 인가하는

단계를 포함하는, 미소전자 유닛의 제조 방법.

청구항 46 

제39항에 있어서,

반도체칩은 촬상 영역을 포함하며,

상기 미소전자 유닛의 제조 방법은, 카메라 모듈을 형성하기 위해 상기 촬상 영역과 정합하여 광학 요소를 갖는

광학 유닛과 함께 상기 유닛을 조립하는 단계를 더 포함하며, 상기 광학 요소는 커버 요소에 의해 상기 반도체

요소로부터 분리되는, 미소전자 유닛의 제조 방법.

명 세 서

기 술 분 야

본 출원은 2007년 3월 5일자로 출원된 미국 가출원 번호 60/905,096호를 우선권으로 주장하며, 상기 특허 출원[0001]

은 그 개시 내용이 본 명세서에 원용되어 있다.

본 발명은 미소전자 소자의 패키징에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 반도체 소자의 패키징에 관한 것이다.[0002]

배 경 기 술

특정 유형의 미소전자 소자 및 반도체칩은 음향 트랜스듀서(acoustic transducer), 무선 주파수 에미터, 무선[0003]

등록특허 10-1460141

- 9 -



주파수 검출기, 광전 소자, 또는 이들 소자의 조합 등의 소자를 포함한다.  이러한 소자는 통상적으로 음향, 무

선 주파수 또는 광파장 에너지를 반도체칩의 면에 있는 소자에 통과시키고 또한 반도체칩의 면에 있는 소자로부

터 음향, 무선 주파수 또는 광파장 에너지를 통과시킬 수 있는 패키징을 필요로 한다.

이러한 소자가 미소전자 소자의 전면에서 노출되는 경우도 있기 때문에, 이들 소자들은 일반적으로 먼지, 다른[0004]

입자, 오염물 또는 습기 등의 요소로부터 보호할 필요가 있다.  이러한 이유로, 초기 처리 단계에서 이러한 미

소전자 소자의 전면을 덮는 리드(lid) 또는 다른 구성요소와 함께 미소전자 소자를 조립하는 것이 이롭다.

일부 유형의 미소전자 시스템에서는 칩 및 매우 작은 패키지, 즉 칩 스케일 패키지를 갖는 패키징된 칩을 회로[0005]

패널에 탑재하는 것이 바람직하다.  일부 경우에는, 하나의 칩 위에 다른 칩이 위치하도록 칩을 서로 적층 및

상호접속시켜 조립체의 회로 밀도를 증가시키는 것이 요망된다.

일부 유형의 대량 생산 칩은 또한 패키징 비용을 엄격하게 통제할 필요가 있다.  이러한 반도체칩을 패키징하기[0006]

위해 사용되는 처리는 칩을 웨이퍼 또는 웨이퍼의 일부분의 형태로 서로에 대해 부착된 상태를 유지하면서 다수

의 칩에 대해 동시에 수행될 수 있다.  이러한 "웨이퍼 레벨" 처리는 통상적으로 전체 웨이퍼에 가해지는 일련

의 공정에 의해 수행되며, 그 후에 웨이퍼가 개별 칩으로 다이싱(dicing)된다.  웨이퍼 레벨 패키징 공정은 원

래의 반도체칩과 동일한 면적 치수를 갖는 패키징된 칩을 생성하므로, 회로 패널 등의 위의 이들의 상호접속부

를 소형화한다.

발명의 상세한 설명

본 발명의 특징에 따라, 미소전자 유닛은 전면 및 전면으로부터 떨어져 있는 배면을 갖는 반도체 요소가 제공된[0007]

다.  전면 및 배면은 제1 두께를 갖는 얇은 영역 및 제1 두께의 대략 2배 이상인 제2 두께를 갖는 두꺼운 영역

을 형성할 수 있다.  이러한 미소전자 유닛에서, 반도체 요소는 전면에 있는 반도체 소자 및 전면에서 반도체

소자에 연결되는 복수의 제1 도전성 컨택트를 포함할 수 있다.  배면으로부터 반도체 요소의 얇은 영역을 관통

하여 제1 도전성 컨택트까지 복수의 도전성 비아(via)가 연장할 수도 있다.  복수의 제2 도전성 컨택트가 반도

체 요소의 외부에 노출될 수 있으며, 복수의 도전성 트레이스가 제2 도전성 컨택트를 도전성 비아에 연결할 수

있다.

본 발명의 다른 특징에 따라 미소전자 유닛이 제공된다.  이러한 미소전자 유닛에서, 반도체 요소는 전면, 전면[0008]

에 있는 반도체 소자, 및 전면으로부터 떨어져 있는 배면을 갖는다.  전면에는 제1 도전성 컨택트가 제공될 수

도 있다.  반도체 요소는 또한 배면으로부터 부분적으로 반도체 요소를 관통하여 전면을 향해 연장하는 제1 깊

이의 제1 구멍부를 가질 수도 있다.  제2 구멍부는 제1 구멍부로부터 제1 도전성 컨택트까지 연장하는 제2 깊이

를 가질 수 있다.  복수의 제1 도전성 비아는 제2 구멍부의 벽부를 따라 연장하여 제1 도전성 컨택트에 접촉할

것이다.  제1 도전성 비아에는 복수의 도전성 상호접속부가 접속될 것이다.  일실시예에서, 이러한 도전성 상호

접속부는 제1 구멍부의 벽부를 따라 연장할 수도 있다.  복수의 제2 도전성 컨택트가 도전성 상호접속부에 접속

될 수도 있다.  일례에서, 제2 컨택트는 반도체 요소의 외부에서 노출될 수도 있다.

본 발명의 특징에 따라, 전면, 전면에 있는 반도체 소자, 및 전면에서 반도체 소자에 연결되는 복수의 제1 도전[0009]

성 컨택트를 갖는 반도체 요소를 포함하는 미소전자 유닛이 제공된다.  반도체 요소의 전면을 마주보는 내부면

및 내부면으로부터 떨어져 있는 외부면을 갖는 리드가 제공될 수도 있다.  제1 깊이를 갖는 제1 구멍부는 외부

면으로부터 적어도 부분적으로 리드를 관통하여 내부면을 향해 연장할 수도 있다.  반도체 요소의 전면 위에서

리드의 내부면을 지지하는 지지 구조가 제공될 수도 있다.  일례에서, 지지 구조는 제1 구멍부와 정렬되는 제2

구멍부를 갖는다.  제2 구멍부는 지지 구조를 통해 제1 도전성 컨택트까지 연장할 수도 있다.  복수의 제1 도전

성 비아가 제2 구멍부의 벽부를 따라 연장하여 제1 도전성 컨택트에 접촉할 수도 있다.  복수의 제2 도전성 비

아가 제1 구멍부의 벽부를 따라 연장할 수도 있다.  복수의 제2 도전성 컨택트가 리드의 외부에서 노출될 수도

있다.  일례에서, 복수의 도전성 트레이스가 이러한 제2 도전성 컨택트를 도전성 비아에 연결한다.

본 발명의 특징에 따라, 전면 및 전면에 있는 반도체 소자를 갖는 반도체 요소를 포함하는 미소전자 유닛이 제[0010]

공된다.  반도체 소자에 연결되는 복수의 제1 도전성 컨택트가 전면에 제공될 수도 있다.  미소전자 유닛은, 또

한, 반도체 요소의 전면을 마주보는 내부면 및 이 내부면으로부터 떨어져 있는 외부면을 갖는 리드를 포함할 수

도 있다.  리드의 내부면 및 외부면은 제1 두께를 갖는 얇은 영역과 제1 두께의 대략 2배인 제2 두께를 갖는 두

꺼운 영역을 형성할 수도 있다.  이러한 리드는, 또한, 외부면으로부터 리드의 얇은 영역을 통해 연장하여 제1

도전성 컨택트에 접속하는 복수의 도전성 비아를 포함할 수도 있다.  이러한 미소전자 유닛은 또한 복수의 제2

도전성 컨택트를 포함할 수 있다.  복수의 도전성 트레이스가 제2 도전성 컨택트를 도전성 비아에 접속시킬 수
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도 있다.

본 발명의 특징에 따라, 반도체 요소의 전면을 마주보는 내부면 및 내부면으로부터 떨어져 있는 외부면을 갖는[0011]

리드를 포함하는 미소전자 유닛이 제공된다.  복수의 도전성 비아는 리드를 통해 연장하여 제1 도전성 컨택트에

접촉할 수도 있다.  이러한 미소전자 유닛은 또한 리드의 외부면 위에 위치하는 복수의 제2 도전성 컨택트를 포

함할 수 있다.  복수의 도전성 트레이스는 제2 도전성 컨택트를 도전성 비아에 연결할 수 있다.

본 발명의 특징에 따라, 전면, 전면에 있는 반도체 소자, 및 전면으로부터 떨어져 있는 배면을 갖는 반도체 요[0012]

소를 포함하는 미소전자 유닛이 제공된다.  전면에는 도전성 전면 컨택트가 노출될 수도 있다.  배면에는 도전

성 배면 컨택트가 노출될 수도 있다.  도전성 전면 컨택트에는, 전면으로부터 하방향으로 연장하는 복수의 도전

성 비아가 접속될 수도 있다.  하나 이상의 도전성 비아와 정합(registration)하여 배면으로부터 하방향으로 개

구가 연장할 수 있다.  개구의 벽부를 따라 하나 이상의 도전성 비아로부터 상방향으로 도전성 트레이스가 연장

할 수 있다.  이러한 도전성 트레이스는 도전성 배면 컨택트 중의 하나 이상에 접속될 수 있다.

본 발명의 특징에 따라, 전면, 전면에 있는 반도체 소자, 및 전면으로부터 떨어져 있는 배면을 갖는 반도체 요[0013]

소를 포함하는 미소전자 유닛이 제공된다.  배면에는 도전성 배면 컨택트가 노출될 수도 있다.  이러한 미소전

자 유닛에서, 복수의 도전성 비아가 전면으로부터 하방향으로 연장할 수도 있다.  하나 이상의 도전성 비아와

정합하여 배면으로부터 하방향으로 개구가 연장할 수 있다.  개구 내의 도전성 비아 중의 하나에 도전성 범프가

결합(join)될 수 있다.  이러한 경우, 도전성 범프는 도전성 비아로부터 배면에 의해 정해진 평면 위의 위치까

지 연장할 것이다.

본 발명의 특징에 따라, 전면, 전면에 있는 반도체 소자, 및 전면으로부터 떨어져 있는 배면을 갖는 반도체 요[0014]

소를 포함하는 미소전자 유닛이 제공된다.  배면에는 도전성 배면 컨택트가 노출될 수도 있다.  복수의 도전성

비아가 전면으로부터 하방향으로 연장할 수 있다.  도전성 비아의 적어도 하나와 정합하여 배면으로부터 하방향

으로 개구가 연장할 수 있다.  전면에 있는 도전성 비아 중의 하나에 도전성 범프가 결합될 수 있다.  도전성

범프는 예컨대 전면으로부터 상방향으로 연장할 것이다.

본 발명의 다른 특징에 따라 미소전자 유닛을 제조하는 방법이 제공된다.  이러한 방법은, 전면, 전면으로부터[0015]

떨어져 있는 배면, 및 전면에 있는 반도체 소자를 갖는 반도체 요소를 제공하는 단계를 포함할 것이다.  반도체

소자에 접속되는 제1 도전성 컨택트는 반도체 요소의 전면에 제공될 것이다.  복수의 도전성 비아가 배면으로부

터 반도체 요소를 통해 제1 도전성 컨택트까지 연장할 것이다.  이러한 방법은, 배면 위에 위치하는 복수의 제2

도전성 컨택트와, 제2 도전성 컨택트를 도전성 비아에 접속시키는 복수의 도전성 트레이스를 형성하는 단계를

더 포함할 것이다.

본 발명의 다른 특징에 따라, 전면 및 전면에 있는 반도체 소자를 포함하는 반도체 요소가 제공되는 미소전자[0016]

유닛을 제조하는 방법이 제공된다.  전면에 있는 제1 도전성 컨택트는 반도체 소자에 접속될 것이다.  반도체

요소는 또한 전면으로부터 떨어져 있는 배면 및 배면에 노출되어 있는 반도체 재료를 더 포함할 것이다.  배면

으로부터 반도체 요소를 통하여 제1 도전성 컨택트까지 복수의 관통 구멍부가 연장할 수도 있다.  배면에 노출

되어  있는  반도체  재료  상으로,  관통  구멍부의  벽부  또는  양자를  따라,  배면  유전체층이  전해도금

(electrodeposition)될 수도 있다.  제2 도전성 컨택트가 배면 상에 위치할 수도 있다.  관통 구멍부 내에는,

제1 도전성 컨택트와 접촉하는 복수의 도전성 비아가 형성될 수도 있다.  제2 도전성 컨택트를 도전성 비아에

접속시키는 복수의 도전성 트레이스가 형성될 수도 있다.

본 발명의 다른 실시예에 따라 미소전자 유닛을 제조하는 방법이 제공된다.  이러한 방법은, 반도체 요소를 반[0017]

도체 요소의 전면 위에 위치하는 커버 요소와 함께 조립하여 유닛을 형성하는 단계를 포함할 것이다.  반도체

요소는 또한 전면에서 반도체 소자에 접속된 제1 도전성 컨택트를 가질 것이다.  전면으로부터 떨어져 있는 배

면이 제공될 수 있다.  배면으로부터 반도체 요소를 통하여 제1 도전성 컨택트까지 복수의 관통 구멍부가 연장

할 수도 있다.  일실시예에서는, 배면 및 관통 구멍부의 벽부에서 반도체 재료가 노출된다.

유전체층이 배면에 노출되어 있고 또한 관통 구멍부를 따라 노출되어 있는 반도체 재료 상에 위치하도록 전해도[0018]

금될 수 있다.  또한, 유전체층이 그 유전체층 위에 전해도금될 수 있으며, 이로써 제1 도전성 컨택트와 접촉하

는 도전성 비아가 관통 구멍부 내에 형성된다.  복수의 제2 도전성 컨택트가 배면 위에 위치할 수도 있으며, 복

수의 도전성 트레이스가 도전성 비아를 제2 도전성 컨택트에 접속시킬 수도 있다.

실 시 예
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도 1은 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩(10)의 단면도이다.  도 1에 예시된 바와 같이, 패키징된 반[0063]

도체칩은 반도체칩의 전면(102)이 아래로 향하는 배향으로 도시되어 있다.  도 1에 예시된 바와 같이, 패키징된

반도체칩은 전면(102)  및 전면으로부터 떨어져 있는 배면(114)을 갖는 반도체칩(100)을 포함한다.  반도체칩

(100)의 전면은 반도체칩(100)과 함께 조립되는 리드 또는 커버(104)에 의해 덮여져, 패키징된 반도체칩(10)을

형성한다.   도 1에 예시된 바와 같이,  반도체칩(100)의 전면(102)은 리드(104)의 상방향으로 향하는 내부면

(105)을 향해 하방향으로 지향된다.  반도체칩(100)은 통상적으로 하나 또는 복수의 반도체 소자(112)가 전면

(102) 아래에 있는 소자 영역에 배치되는 반도체 기판을 포함한다.  반도체칩(100)은 또한 기판 위에 위치하는

복수의 유전체층을 포함하며, 그 안에 도전성 금속 배선층 및 비아(도시하지 않음)가 배치된다.  반도체 소자

(112)는 반도체칩의 전면에 및/또는 반도체칩의 전면과 배면 사이에 배치된다.  패키징된 반도체칩(10)의 외부

측면 치수(예컨대, 화살표 102의 방향에서의)가 패키징되지 않은 반도체칩에 대한 외부 측면 치수와 대략 동일

하기 때문에, 패키징된 반도체칩은 칩-스케일 패키지("CSP")로도 지칭될 수 있다.

반도체칩(100)은 통상적으로 접착제, 무기 또는 유기 재료, 및/또는 결합 금속(joining metal)을 포함할 수도[0064]

있는 하나 이상의 스탠드오프 구조(standoff structure)(124)를 통해 리드(104)에 접속된다.  반도체칩으로부터

일정한 이격을 두고 리드를 지지하기 위한 구조는, 2006년 1월 23일자로 출원되어 공동 소유된 US 가출원 번호

60/761,171, 및 2006년 2월 21일자로 출원된 US 가출원 60/775,068에 개시되어 있으며, 상기 특허 출원의 개시

내용은 본 명세서에 원용되어 있다.  패키징된 반도체칩은, 도 1에 예시된 바와 같이, 반도체칩의 전면(102)과

리드(104)의 내부면(105) 사이에 내부 캐비티(106)를 포함할 수도 있다.  이와 달리, 패키징된 반도체칩(10)은

내부 캐비티 없이 구성될 수도 있다.  캐비티가 존재할 때, 캐비티의 높이(108)와 측면 치수(110)를 포함한 측

면 치수들은 예컨대 리드(104)와 반도체칩(100)을 조립하기 위해 사용된 스탠드오프 구조(124)의 높이 및 치수

에 의해 결정된다.  특정의 실시예에서, 리드(104)는 글래스 또는 중합성 재료로 구성될 필요가 있으며, 대상으

로 하는 주파수에서의 전자기 스펙트럼에 적어도 부분적으로 투명하다.  리드(104)는 필터 기능을 제공하기 위

해 부분적으로만 투명하게 될 수도 있고, 또는 대상으로 하는 주파수의 범위에 대해 필수적으로 투명하게 될 수

도 있다.

반도체칩(100) 내의 반도체 소자(112)는 통상적으로 전자기 방사를 검출하거나 출력하는 중의 하나를 행하는 전[0065]

자기 소자 또는 전자-광학 소자와 같은 전자기 트랜스듀서 소자를 포함한다.  반도체 소자는 무선 주파수 및/또

는 광파장을 방출하거나 수신하도록 설계될 수도 있으며, 이러한 광파장으로는 적외선, 가시광선 및/또는 자외

선의  광파장,  또는  x-선  파장(이것으로만  한정되지는  않음)을  포함하는  더  높은  파장  스펙트럼의  광파장이

있다.  이와 달리, 반도체 소자(112)는 예컨대 공기 및/또는 다른 유체 매질(기체 또는 액체)을 통해 수신된 음

압파(sound pressure wave)를 하나 이상의 전기 신호로 변환하거나 또는 하나 이상의 전기 신호를 음압파로 변

환하도록 설계되는 음향 트랜스듀서 소자를 포함할 수 있다.

특정의 실시예에서, 패키징된 반도체칩은 반도체칩(100)의 반도체 소자(112)가 이미지 캡쳐를 위한 촬상 영역[0066]

(107)을 포함하는 센서 유닛이다.  반도체칩(100) 내의 전자 회로(도시하지 않음)는 촬상 영역(107)에 의해 캡

쳐된 이미지를 나타내는 하나 이상의 전기 신호를 생성하기 위한 촬상 영역(107) 내의 반도체 소자에 접속된다.

이러한 용도를 위해 촬상 분야에는 다수의 전기 회로가 널리 알려져 있다.  예컨대, 반도체칩(100)으로는 클록

킹 회로(clocking circuit) 및 전하-전압 변환 회로와 같은 종래의 회로를 갖는 일반적인 종래의 전하 결합 소

자(CCD)가 가능하다.

도 1에 도시된 바와 같이, 반도체칩은 반도체칩의 전면에 있는 복수의 전면 접촉 패드(116)를 포함한다.  도 1[0067]

에 구체적으로 도시하지는 않았지만, 소자 영역 내의 반도체 소자(112)는 전면 접촉 패드(116)에 도전 가능하게

접속된다.  그러므로, 반도체 소자는 반도체칩(100)의 하나 이상의 유전체층 내에 또는 그 위에 연장하는 통합

된 배선을 통해 도전 가능하게 액세스될 수 있다.

반도체칩은 배면으로부터 떨어져 각도를 이루며 설정되는 표면(120)을 갖는다.  도 1에 예시된 바와 같이, 표면[0068]

(120)은 직각이 아닌 각도로 배면으로부터 멀어지도록 경사질 수 있으며, 이 경사는 예컨대 배면의 법선에 대하

여 45°미만의 각도와 같은 완만한 경사일 수도 있고, 또는 이러한 각도가 법선에 대하여 45°보다 큰 더욱 급

격한 경사일 수도 있다.  이와 달리, 표면(120)은 배면에 대해 직각을 이룰 수도 있다.  표면(120)은 하위 배면

(lowered rear surface)(115)에서 종료한다.  하위 배면(115)은 전면(102)으로부터 떨어져 바라보며, 반도체칩

(100)의 박막화된 영역(105)에 의해 전면으로부터 이격된다.

도전성 비아(125)는 반도체칩(100)의 전면(102)과 하위 배면(115) 사이에 연장한다.  도전성 비아는, 하위 배면[0069]

(115) 및 표면(120) 상에 위치하는 도전성 트레이스(126)와 전면 접촉 패드(116) 간의 도전성 상호접속을 제공
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한다.  도전성 비아(125)는 전면과 하위 배면 사이에 연장하는 구멍부(127) 내에 배치된 유전체층(122) 위에 위

치하는 도전층을 포함한다.  전면(102)과 하위 배면 사이에는, 구멍부(127)의 벽부가 수직으로, 즉 전면에 대하

여 직각으로 연장할 수 있다.  이와 달리, 구멍부(127)는, 구멍부가 하위 배면으로부터의 거리가 증가함에 따라

더 작게 되도록, 하위 배면으로부터 전면을 향하는 방향으로 테이퍼될 수 있다.  또 다른 실시예에서, 구멍부

(127)는, 구멍부가 전면으로부터의 깊이가 증가함에 따라 더 작게 되도록, 전면으로부터 하위 배면을 향해 테이

퍼될 수 있다.  이하에 개시되는 각각의 실시예는 이들 이용 가능한 구멍부 지오메트리 중의 어느 하나의 지오

메트리를 갖는 구멍부를 포함할 수 있다.

도 1에 도시된 예에서, 도전성 비아(125)는 반도체칩의 접촉 패드(116)로부터 구멍부(127)의 벽부를 따라 상방[0070]

향으로 연장하는 도전성 트레이스의 형태이며, 이 트레이스는 벽부(120)를 따라 배면(114) 상으로 상방향으로

연속된다.  이와 달리, 도전성 비아(125)는 도전성 재료, 예컨대 금속으로 충전된 구멍부(127)의 형태로 될 수

있다.  이러한 경우, 트레이스(126)는 비아의 개별 비아로부터 벽부(120)를 따라 연장하는 동시에 배면(114) 상

으로 연장할 수 있다.

유전체층(122)은 등각 코팅된 유전체 재료(conformally coated dielectric material)를 포함하는 것이 바람직[0071]

하다.   등각  코팅에  결함(break)이  없으며,  유전체층(122)이  반도체칩(100)에  대하여  우수한  유전성  고립

(dielectric isolation)을 제공하는 것이 바람직하다.  유전체층(122)은, 충분히 낮은 탄성 계수 및 충분한 두

께를  갖고,  이  탄성  계수와  두께의  곱(product)이  컴플라이언스(compliance)를  제공하는,  컴플라이언트  층

(compliant layer)인 것이 바람직하다.  구체적으로, 이러한 컴플라이언트 층은 여기에 부착된 컨택트(128) 및

트레이스(126)가 다소 휘도록 할 수 있다.  이로써, 패키징된 반도체칩(10)의 외부 도전성 범프(134)와 회로 패

널(도시하지 않음)의 단자 간의 접합이, 패키징된 반도체칩(10)과 회로 패널(도시하지 않음) 간의 열팽창 계수

("CTE")의 부조화로 인한 열적 스트레인(thermal strain)을 더 우수하게 견뎌낼 수 있게 된다.  유전체층(122)

의 두께와 그 탄성 계수의 곱에 의해 제공된 컴플라이언스의 정도는, 반도체칩(100)과 회로 패널 간의 열팽창

부조화로 인해 도전성 범프에 가해지는 스트레인을 보상하기에 충분한 것이 바람직하다.  유전체층(130)의 노출

표면과 이러한 회로 패널 사이에는, 열팽창 계수 부조화로 인해 열적 스트레인에 대한 저항을 향상시키기 위해,

언더필(underfill)(도시하지 않음)이 제공될 수 있다.

도 1을 참조하면, 도전성 트레이스(126)는 도전성 비아(125)를 패키징된 반도체칩(10)의 외표면 상에 위치하는[0072]

대응하는 패키지 접촉 패드(128)에 도전 가능하게 접속시킨다.  도 1에 구체적으로 도시된 바와 같이, 패키지

접촉 패드(128)는 반도체칩(100)의 배면(114) 상에 위치한다.  도전성 트레이스(126)는 제2 유전체층(122) 상에

위치하고, 반도체칩의 배면(114) 및 표면(120)의 일부분 위에 연장한다.  도전성 트레이스(126)는 개별적으로

반도체칩(100)의 전면 접촉 패드(116)와 이에 대응하는 개별 패키지 접촉 패드(128)를 접속시키는 것이 바람직

하다.  도전성 범프(134)가 접촉 패드(128) 상에 제공될 수도 있다.  통상적으로 전면과 배면 사이의 미소전자

장치(100)의 두께(160)는 예컨대 130 ㎚, 70 ㎚ 또는 그 미만과 같이 현저하게 작게 될 수 있다.  하위 표면

(115)과 전면(102) 사이의 미소전자 장치의 두께(162)는 통상적으로 두께(160)의 절반 이하로 될 것이다.  하위

표면에서의 미소전자 요소의 두께(162)는 두께(160)의 절반보다 훨씬 작은 것이 바람직하다.  일례에서, 두께

(162)는 대략 10 ㎛이다.

도 1에 도시된 바와 같이, 제2 유전체층(130)은 도전성 트레이스(126) 상에 위치하고, 도전성 트레이스에 대한[0073]

외부  고립을  제공한다.   이  층은  패키징된  반도체칩(10)의  "외부  패시베이션층(external  passivation

layer)"(130)으로서 지칭될 수 있다.  제2 유전체층은 유기 또는 무기 유전체 재료 또는 이들 양자를 포함할 수

있다.  제2 유전체는 전해도금된 등각 코팅, 또는 예컨대 솔더 마스크 재료와 같은 포토이미지어블 중합성 재료

(photoimageable polymeric material) 등의 다른 유전체 재료를 포함할 수 있다.  포토이미지어블 솔더 마스크

재료는 다른 것 중에서도 "Shipley" 및 "Toyo"를 포함한 여러 제조업체로부터 획득될 수 있다.

특정의 실시예에서, 금속층을 포함하는 금속 구조체(132) 또는 습윤 가능한 금속층을 포함하는 금속층의 적층체[0074]

가 패키지 접촉 패드(128) 상에 위치하고, 도전성 범프(134)가 금속 구조체(132) 상에 위치한다.  통상적으로,

도전성 범프(134)는 땜납, 주석 등의 비교적 낮은 용융 온도를 갖는 가융 금속(fusible metal), 또는 복수의 금

속을 포함하는 공융 혼합물(eutectic mixture)을 포함한다.  이와 달리, 도전성 범프(134)는 땜납 또는 다른 가

융 금속보다 높은 용융 온도를 갖는 구리, 기타 희금속, 또는 비희금속과 같은 습윤 가능한 금속을 포함한다.

이러한 습윤 가능한 금속은 예컨대 회로 패널과 같은 상호접속 요소의 가융 금속의 외형적 특징(fusible metal

feature)과 같은 대응하는 외형적 특징과 결합되어, 패키징된 반도체칩(10)을 이러한 상호접속 요소에 외부적으

로 상호접속시킬 수 있다.  다른 예에서, 도전성 범프(134)는 예컨대 금속 충전 페이스트(metal-filled paste),

땜납 충전 페이스트, 등방성의 도전성 접착제, 또는 이방성의 도전성 접착제와 같은 도전성 페이스트 등의 매개
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물(medium)에 분산된 도전성 물질을 포함한다.

도 2를 참조하면, 반도체칩(100)은 웨이퍼-레벨 가공에 의해, 즉 복수의 반도체칩(100)을 웨이퍼의 일부분으로[0075]

서 또는 전체 반도체 소자 웨이퍼(101)로서 함께 연결된 채로 유지하면서 복수의 반도체칩(100)에 대해 동시에

수행되는 가공에 의해 동시에 패키징된다.  도 2에 예시된 제조 단계에 도달한 후, 부착된 리드(104)를 갖는 웨

이퍼의 조립체는 다이싱 레인(dicing lane)(12) 또는 도 2의 도면에 보이지 않는 다른 다이싱 레인을 따라 개별

패키징된 반도체칩으로 절단된다.

이하에서는 도 3a 내지 도 10b를 참조하여 복수의 반도체칩(100)(도 1)을 동시에 제조하는 방법에 대하여 설명[0076]

한다.  도 3a에 도시된 바와 같이, 소자 영역(112) 및 전면 컨택트(116)를 그 위에 갖는 반도체칩(100)의 전면

(102)이 리드 부재(111)를 마주보도록, 반도체 소자 웨이퍼 또는 복수의 반도체칩(100)을 포함하는 소자 웨이퍼

의 부분이 리드 부재(111)에 탑재된다.  리드 부재(111)는 반도체 소자 웨이퍼(101)의 측면 방향의 치수와 동일

한 측면 방향(내부면(105)에 의해 정해진 평면으로 연장하는 방향)의 치수를 갖는 것이 바람직하다.  도면부호

"12"는 개별 반도체칩(100)들 사이의 경계에 있는 다이싱 레인의 위치를 나타낸다.  웨이퍼의 다이싱 레인(12)

은 매우 넓을 필요는 없다.  반도체칩(100)의 접착 패드(116)의 위치는 특별하게 정해질 필요는 없으며, 접착

패드는  일반적으로  다이싱  레인으로부터  떨어져  있는  것이  좋다.   다이싱  레인의  대표적인  폭은  대략  40

㎛이다.  도 3b에 평면도로 예시된 바와 같이, 소자 웨이퍼의 배면(101A)은 반도체칩(100)의 전면(102) 상에 위

치한다.  이 제조 단계에서, 배면(101A)은 소자 웨이퍼의 초기 두께(272)만큼 반도체칩(100)의 전면(102)으로부

터 균일하게 이격되는 것이 바람직하다.  접합 패드(116) 및 그 아래의 소자 웨이퍼와 다이싱 레인(12)의 위치

는 소자 웨이퍼의 배면(101A)을 향해 바라보는 대응 평면도(도 3b)에 나타내어져 있다.

또한 도 3a에 예시된 바와 같이, 스탠드오프 구조(206)는 리드 부재(111)의 내부면(105) 위에 일정 간격(108)을[0077]

두고 소자 웨이퍼(101)를 지지한다.  도 3c는 다이싱 레인(12)에서 함께 부착된 개별 리드 요소(104)를 포함하

는 리드 부재(111)의 주표면으로부터 외측으로 연장하는 복수의 스탠드오프 구조(206)가 형성될 수 있는 사전

제조 단계를 예시하고 있다.  도 3d에서 명확하게 볼 수 있는 바와 같이, 각각의 스탠드오프 구조(206)는 통상

적으로 수직으로 지향된 다이싱 레인(12) 및 원래의 리드 부재(111)로부터 절단될 개별 리드들 사이의 경계에

놓여 있는 수평으로 지향된 다이싱 레인(14)으로 정렬된 직사각 형상을 갖는다.  도 3d에 예시된 바와 같이, 스

탠드오프 구조(206)는 "픽처 프레임 링 형상"으로서 기술될 수 있는 형태를 갖는다.  전술한 바와 같이, 스탠드

오프 구조는 하나 이상의 무기 유전체 재료, 유기 유전체 재료, 반도체, 하나 이상의 금속과 같은 도체, 금속

화합물, 또는 이러한 물질의 조합을 포함할 수 있다.  스탠드오프 구조는 예컨대 2004년 9월 24일자로 출원된

미국 특허 출원 번호 10/949,674 또는 미국 가출원 번호 60/761,171에 개시된 바와 같은 추가 공정(additive

processing) 또는 제거 공정(subtractive processing)에 의해 제조될 수 있으며, 이들 특허는 그 개시 내용이

본 명세서에 원용되어 있다.  스탠드오프 구조는, 금속을 포함하는 경우, 금속 박층을 스퍼터링한 후에 제거 패

터닝을 행하는 단계와, 그리고나서 잔류하는 구조를 최종 금속으로 전해도금하는 단계의 조합에 의해 제조될 수

있다.  이와 달리, 스탠드오프 구조는 무전해 도금(electroless plating)과 이에 후속되는 제거 패터닝 및 전해

도금에 의해 형성될 수도 있다.  특정의 실시예에서, 스탠드오프 구조(206)는, 본 명세서에서 원용하고 있는 미

국 가출원 번호 60/775,086에 기술된 바와 같은 방식으로, 이미 존재하고 있는 스퍼터링되거나 도금된 도전층

상에의 폴리머의 전기 영동 증착(electrophoretic deposition)에 의해 제조된다.

도 3a에 예시된 바와 같이 소자 웨이퍼(101)를 리드 요소(111)에 결합한 후, 이 소자 웨이퍼의 두께는 배면[0078]

(101A)으로부터 감소될 수 있다.  두께를 감소시키기 위해 배면으로부터의 그라인딩, 랩핑, 폴리싱 또는 이들의

조합이 이용될 수 있다.  두께를 감소시키기 위해 수행된 공정 동안, 반도체칩의 전면 상에 위치하는 리드 요소

(104)는 반도체칩에 대한 구조적인 지지를 제공하여, 패키징된 반도체칩의 두께를 원하는 만큼 더 작은 두께로

감소시킬 수 있도록 강성을 증가시키는 것에 도움을 준다.  이 단계 동안, 예로서, 소자 웨이퍼의 두께는 약

700 ㎚에서 약 130 ㎚ 이하로 감소될 수 있다.

그 후, 그 결과의 소자 웨이퍼는 도 4에 도시된 바와 같이 감소된 두께(274)를 가지며, 배면(114)이 두께(274)[0079]

만큼 각각의 반도체칩(100)의 전면(102)으로부터 분리된다.  다음에, 도 5a에 도시된 바와 같이, 배면(114)으로

부터 소자 웨이퍼의 전면(102)을 향해 하방향으로 연장하는 리세스(276)가 소자 웨이퍼에 형성된다.  리세스는

예컨대 반도체칩의 배면(114)의 일부분을 잔류 상태로 보존하기 위해 요구되는 마스크층을 형성한 후에 소자 웨

이퍼를 선택적으로 에칭함으로써 형성될 수 있다.  예컨대, 포토이미지어블층, 예컨대 포토레지스트층이 증착되

고, 배면의 일부분만을 덮도록 패터닝될 수 있으며, 그 후에 시간이 정해진 에칭 공정(timed etch process)이

리세스(276)를 형성하기 위해 행해질 수 있다.  리세스는 다이싱 레인(12)과 정렬되어 소자 웨이퍼 위에 직선

방향(280)으로 연장하는 스트라이프(stripe)(278)로서 형성될 수 있다.  도 6a에 명확하게 도시되어 있는 바와
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같이, 수직으로 연장하는 다이싱 레인과 정렬되어 소자 웨이퍼의 수직 레이아웃 방향(280)으로 연장하는 가늘고

긴 리세스(elongated recess)(276)들이 동시에 형성되는 것이 바람직하다.  수직으로 연장하는 리세스(276)는

각각의 반도체칩의 쌍의 다이싱 레인을 따라서만 연장하도록 형성될 수 있다.  이러한 경우, 리세스는 수직 다

이싱 레인(12)과 소자 웨이퍼의 수평 레이아웃 방향으로 연장하는 수평 다이싱 레인(14)과의 사이의 교차부에

있는 반도체칩(100)의 모서리부 위에 위치하지 않을 수도 있다.  다른 예에서, 수평으로 연장하는 리세스(284)

가 각각의 칩의 수평 다이싱 레인(14)에 인접한 접착 패드 상에 위치하도록 형성될 수 있다.  수직으로 연장하

는 리세스(276) 및 수평으로 연장하는 리세스(284) 양자는 소자 웨이퍼 내에 형성될 수 있다.  특정의 예에서,

반도체칩의 경계를 정하는 다이싱 레인들 중의 하나의 다이싱 레인에만 인접한 접착 패드 상위 위치하는 리세스

가 형성될 수 있다.  다른 예에서, 반도체칩의 2개의 다이싱 레인 상에만 위치하거나 또는 반도체칩의 경계를

정하는 3개 이상의 다이싱 레인 상에만 위치하는 리세스가 형성될 수 있다.  일례에서, 도 6a에 도시된 바와 같

이, 리세스가 소자 웨이퍼(101)의 다이싱 레인(12)에 인접하여 놓여 있는 접착 패드의 행의 일부 접착 패드 상

에만 위치하도록, 리세스가 더 작게 될 수 있다.  도 6b에 예시된 바와 같은 또 다른 예에서, 다이싱 레인(12)

에 정렬된 리세스(286)는 소자 웨이퍼(101)의 각각의 에지(288, 290) 사이의 스트라이프로서 연장할 수 있다.

도 5a에 구체적으로 도시된 바와 같이, 각각의 리세스(276)는, 평탄하고 전면(102)으로부터 동등한 거리에 있는[0080]

하위 표면(502)을 갖는다.  배면(114)으로부터 하위 표면을 향해 하방향으로 연장하는 리세스의 벽부(504)는 경

사질 수도 있다.  즉, 이 벽부는 도 5a에 구체적으로 예시된 바와 같이 배면(114)에 대해 법선 각도(직각)가 아

닌 각도로 연장할 수도 있다.  도 5a에 예시된 바와 같은 경사진 벽부(504)를 갖는 리세스를 형성하기 위해 예

컨대 등방성 에칭 공정과 같은 습식 에칭 공정 및 다른 것 중에서도 테이퍼된 블레이드를 이용한 소잉(sawing)

이 이용될 수 있다.  또한, 경사진 벽부를 갖는 리세스를 형성하기 위해 다른 것 중에서도 레이저 다이싱, 기계

식 밀링이 이용될 수 있다.  이와 달리, 경사지게 하는 대신, 벽부가 배면(114)으로부터 배면(114)에 대해 직각

으로 수직 하방향으로 연장할 수도 있다.  근본적으로 수직의 벽부를 갖는 리세스를 형성하기 위해, 다른 것 중

에서도, 이방성 에칭 공정, 레이저 다이싱, 레이저 드릴링, 소잉 또는 밀링 등의 기계식 제거 공정, 초음파 가

공이 이용될 수 있다.  소자 웨이퍼에 리세스를 형성한 후, 포토레지스트와 같은 포토이미지어블층이 소자 웨이

퍼의 배면 상에 증착되어, 접착 패드(116)와 정합하여 하위 표면(502) 상에 위치하는 마스크 개구(506)를 형성

하도록 패터닝된다.

그 후, 도 7a에 예시된 바와 같이, 마스크 개구 아래에 있는 반도체 재료를 제거하기 위해 마스크 개구 내에 노[0081]

출되어 있는 하위 표면(502)의 부분에 에칭 공정이 가해진다.  그 결과, 하위 표면 사이에 연장하여 전면 컨택

트(116)와 접촉하는 비아(708)가 형성된다.  에칭 공정은 예컨대 실리콘과 같은 반도체 재료를 선택적으로 에칭

하지만 산화물 재료는 잔류시키는 방식으로 행해지는 것이 바람직하다.   통상적으로,  반도체칩의 접착 패드

(116)와 같은 전면 컨택트가, 패시베이션(passivation)을 위해 층간 유전체층(interlevel  dielectric  layer)

또는 반도체칩의 절연 또는 고립을 제공하는 다른 용도로서 이용되는, 산화물 재료 또는 다른 유전체 재료로 이

루어진 하나 이상의 산화물 재료의 층 상에 위치한다.  유전체를 잔류시키는 선택적 방식으로 반도체 재료를 에

칭함으로써,  필요에 따라 과에칭(over-etching)을  수행하여,  소자 웨이퍼에 걸쳐 충분한 공정 간격(process

window)을 유지하면서 소자 웨이퍼의 모든 위치에 있는 반도체 재료의 두께를 관통하여 에칭할 수 있다.  선택

적 에칭 공정이 이용될 때, 도 7b의 확대 단면도로 나타낸 바와 같이, 비아(708)를 형성한 후의 위치에 유전체

층(710), 예컨대 산화물층이 잔류한다.  이와 달리, 비아(708)를 형성하기 위해 레이저 드릴링 또는 기계식 밀

링이 이용될 수 있으며, 그 경우에는 비아 내에서 전면 접촉 패드의 표면이 노출될 수 있다.

그 후, 도 8a에 예시된 제조 단계에서, 비아의 벽부(806), 반도체칩의 벽부(504) 및 배면(114) 상에 유전체층[0082]

(820)이 형성된다.  이러한 유전체층을 형성하기 위해 다양한 방법이 이용될 수 있다.  일례에서, 반도체칩

(100)을 포함하고 있는 웨이퍼(101)의 배면(114)에 유동 가능한 유전체 재료가 가해지며, 이러한 유동 가능한

유전체 재료는 그 후 "스핀-코팅" 동작 동안 웨이퍼의 배면에 걸쳐 더욱 균일하게 분포되며, 그 후에 가열을 포

함할 수도 있는 건조 기간이 후속된다.  다른 예에서, 유전체 재료의 열가소성막이 소자 웨이퍼(101)의 배면에

가해질 수 있으며, 그 후 웨이퍼 및 리드 요소를 포함하는 조립체가 가열되어, 열가소성막이 하위 표면(115) 상

으로 및 비아(708) 내로 하방향으로 흐르게 된다.  다른 예에서, 유전체층을 형성하기 위해 증기 증착이 이용될

수 있다.

다른 예에서, 리드 요소가 부착된 소자 웨이퍼를 포함하는 조립체가 등각 유전체 코팅 또는 등각 유전체층(82[0083]

0)을 형성하기 위해 유전체 증착 배쓰(dielectric depostion bath)에 침지된다.  등각 유전체 코팅이 조립체의

노출된 도전성 및 반도전성 표면 상에만 증착되도록, 등각 유전체 코팅을 형성하기 위해 전기 영동 증착 기술이

이용되는 것이 바람직하다.  증착 동안, 반도체 소자 웨이퍼는 요구된 전기 전위로 유지되고, 배쓰를 여러 요구
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된 전위로 유지하기 위해 전극이 배쓰 내에 침지된다.  조립체는 그 후 충분한 시간 동안 적합한 조건 하에서

배쓰 내에 유지되어, 배면(114)과 함께 리세스의 벽부(504), 하위 표면(502) 및 비아(708)의 벽부(806)(이들로

만 한정되지는 않음)를 포함하는 도전성이거나 또는 반도전성이 되는 소자 웨이퍼의 노출 표면 상에 전해도금된

등각 유전체 코팅(820)을 형성한다.  코팅될 표면과 배쓰 간에 충분히 강한 전계가 유지되는 한 전기 영동 증착

이 발생한다.  전기 영동 방식으로 증착된 코팅은, 그 코팅이 이러한 증착의 파라미터, 예컨대 전압, 농도 등에

의해  좌우되는  특정  두께에  도달한  후에는,  증착이  정지된다는  점에서  자체  제한(self-limiting)적인  것이

된다.  전기 영동 증착은 조립체의 도전성 및/또는 반도전성 외측 표면 상에 연속적이고 균일한 두께의 등각 코

팅을 형성한다.  또한, 전기 영동 방식으로 증착된 코팅은, 컨택트(116) 상에 위치하는 잔류 유전체층(710)의

유전(비도전성) 특성으로 인해 그 유전체층(710) 상에는 형성되지 않는다.  달리 말하면, 전기 영동 증착의 특

성은, 도체 위에 위치하는 유전체 재료의 층이 충분한 두께를 가짐으로써 그 유전 특성을 제공하는 경우에는,

그 유전체 재료층 상에는 코팅이 형성되지 않는다는 점이다.  통상적으로, 전기 영동 증착은 약 10 ㎛ 보다 크

고 수십 ㎛까지의 두께를 갖는 유전체층 상에서는 발생하지 않을 것이다.

등각 유전체층(820)은 음극성 에폭시 증착 선구체(cathodic epoxy deposition precusor)로 형성되는 것이 바람[0084]

직하다.  이와 달리, 폴리우레탄 또는 아크릴 증착 선구체가 사용될 수 있다.  다양한 전기 영동 코팅 선구체

조성물 및 그 공급원이 아래의 표 1에 나열되어 있다.

표 1[0085]

[0086]
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[0087]

도 8b는 접착 패드 위의 비아(710)가 전기 영동 증착 후에 개방 상태를 유지하고 있다는 것을 나타내고 있다.[0088]

등각 유전체 코팅을 전기 영동 방식으로 증착한 후, 반도체칩의 전면 접촉 패드를 패키징된 반도체칩의 외부 컨

택트에 접속시키는 도전성 트레이스를 형성하기 위한 처리가 개시된다.

다음으로, 도 9a 및 도 9b를 참조하면, 도전성 트레이스(126) 및 랜드(land)(128)를 형성하는 처리를 위해 기판[0089]

이 준비된다.  이전의 처리가 유전체층(820)에 의해 반도체칩의 전면 접촉 패드(116)를 차단하는 결과를 초래한

다면, 이 단계에서는 전면 접촉 패드에 인접한 비아의 저부를 개방시키기 위해 레이저 드릴링, 기계식 밀링 또

는 다른 적합한 기술이 이용될 수 있다.  또한, 반도체칩의 기존의 유전체층(710)의 어떠한 부분이 컨택트(11

6)와 정렬되어 잔류한다면, 이러한 층이 이 단계에서 제거될 수 있다.  이러한 제거는 예컨대 레이저 드릴링,

기계식 밀링, 또는 다른 적합한 기술에 의해 달성될 수 있다.  다른 적합한 제거 기술은 본질적으로 등방성이거

나 또는 이방성일 수 있는 다양한 선택적 에칭 기술을 포함한다.  이방성 에칭 공정은, 이온의 스트림이 에칭될

표면을 향해 지향되는 반응성 이온 에칭 공정을 포함한다.  반응성 이온 에칭 공정은 일반적으로 이방성 에칭

공정보다 덜 선택적이어서, 이온이 커다란 입사각으로 때리는 표면이 이온의 스트림으로 배향된 표면보다 더 큰

정도로 에칭되게 된다.  반응성 이온 에칭 공정이 사용될 때, 마스크층이 등각 유전체 코팅(820) 상에 위치하도

록 증착되고, 비아(708)와 정렬되는 개구가 그 안에 형성되는 것이 바람직하다.  이로써, 에칭 공정은 비아

(708) 내에 놓여있는 것 이외의 유전체 코팅(820) 부분을 제거하는 것을 방지한다.

이어서, 등각 유전체 코팅(820) 상에 위치하도록 도전성 트레이스(126) 및 랜드(128)가 형성된다.  트레이스 및[0090]

랜드를 형성하는 일례의 방법은, 금속층을 등각 유전체 코팅(220) 상에 위치하도록 증착하는 단계를 포함한다.

이와 달리, 증착은 이들 표면의 일부분이 마스킹층에 의해 보호되면서 행해질 수 있다.  금속층은 조립체의 노

출 표면 상으로 1차 금속층을 스퍼터링함으로써 또는 무전해 증착에 의해 증착된다.  이 단계는 예컨대 소자 웨

이퍼의 배면, 벽부 및 하위 표면 상으로의 비선택적 증착(blanket deposition)에 의해 수행될 수 있다.  일실시

예에서, 1차 금속층은 알루미늄을 포함하거나 또는 본질적으로 알루미늄으로 이루어진다.  다른 특정의 실시예

에서, 1차 금속층은 구리를 포함하거나 본질적으로 구리로 이루어진다.  또 다른 실시예에서, 1차 금속층은 티

타늄을 포함하거나 본질적으로 티타늄으로 이루어진다.  1차 금속층을 형성하기 위한 공정에서는 하나 이상의

다른 예의 금속이 이용될 수 있다.

그 후, 1차 금속층 상에 위치하도록 포토이미지어블층이 증착되며, 1차 금속층을 패터닝하기 위해 "Badehi"에게[0091]

허여된 미국 특허 번호 5,716,759호에 개시된 공정과 같은 3차원 포토리소그래피 패터닝 공정이 이용되며, 상기

특허에 개시된 내용은 본 명세서에 원용되어 있다.  그 후, 포토이미지어블층의 나머지 부분이 제거된다.  그

결과, 그 위에 형성될 도전성 트레이스의 치수에 대응하는 개별 도전성 패턴이 형성된다.  개개의 라인으로의 1

차 금속층의 패터닝에 후속하여, 포토이미지어블층이 소자 웨이퍼로부터 제거되고, 2차 금속층을 1차 금속층 상

에 도금하여 전면 접촉 패드(116)로부터 벽부(120)를 따라 또한 반도체칩의 배면(114) 상으로 연장하는 개별 도

전성 트레이스(126)를 형성하기 위해 전해 도금 공정이 이용된다.  2차 금속은 니켈 또는 다른 희금속을 포함할

수도 있다.  일실시예에서, 1차 금속층 상의 전해 도금된 2차 금속은 도전성 트레이스를 완성한다.  이와 달리,

도전성 트레이스를 완성하기 위한 내부식성을 제공하기 위해 금, 백금, 또는 팔라듐과 같은 제3의 금속층이 2차

금속층 상에 도금될 수도 있다.

후속하는 일례의 공정에서, 배면(114) 및 벽부(120)를 따라 연장하는 각각의 도전성 트레이스(226) 상에 위치하[0092]
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도록 추가의 유전체층(230)이 증착된다.  추가의 유전체층(230)은 도 8a 및 도 8b를 참조하여 전술한 바와 같은

전기 영동 증착 공정에 의해 증착되는 것이 바람직하다.  포토레지스트, 산화물 마스크 등을 포함하는 패터닝된

마스크층이 컨택트(128) 상에 형성된다.  그 후, 전기 영동 증착 공정 동안, 그 결과의 유전체층(230)이 패터닝

된 마스크층에 의해 컨택트(128) 상에 형성되는 것이 방지된다.  그 후, 패터닝된 마스크층이 제거되어, 유전체

층(230)에 있는 개구 내의 컨택트(128)를 노출시킨다.

이와 달리, 전기 영동 증착에 의해 유전체층(230)을 증착하는 대신, 봉지재(encapsulant) 또는 솔더 마스크 재[0093]

료와 같은 포토이미지어블 유전체를 소자 웨이퍼의 배면(114) 및 벽부(120)를 향해 스핀 코팅 또는 스프레이 코

팅하여 상대적으로 균일하게 두꺼운 코팅을 형성함으로써 유전체층을 형성할 수 있다.  그 후, 포토리소그래피

공정에 의해 컨택트(128)와 정합하여 등각 유전체층(230)에 개구가 형성될 수 있다.  포토이미지어블 재료의 초

기 증착 후에 유전체층(230)이 경화되도록 하기 위해 예컨대 가열 등의 하나 이상의 공정이 행해질 수도 있다.

다음으로, 예컨대 "하부 범프 금속화" 또는 "UBM"과 같은 습윤 가능 금속층(132)이 유전체층(230)에 있는 개구[0094]

내에  형성되며,  습윤  가능  금속층은  각각의  컨택트(128)와  접촉된다.   일례의  공정에서,  예컨대  티타늄,

텅스텐, 탄탈 또는 다른 유사 금속을 포함하는 도전층과 같은 확산 장벽층이 컨택트(128)와 접촉하여 형성된다.

그 후, 제1 습윤 가능 금속을 포함하는 층이 장벽층 상에 위치하도록 증착될 수 있으며, 이러한 층은 니켈, 구

리 또는 바람직하게는 희금속을 포함하는 다른 금속 등의 금속을 포함한다.  내부식성을 향상시키기 위해, 일반

적으로 예컨대 0.1 ㎛의 매우 얇은 금으로 이루어진 층이 습윤 가능 금속의 최종적인 층으로서 증착될 수 있다.

습윤 가능 금속층을 형성한 후, 도전성 범프(134)가 각각의 컨택트 위에서 습윤 가능 금속층과 접촉하여 형성될

수 있다.  땜납, 주석 또는 공융 조성물 등의 융합 가능 금속을 포함하거나 또는 예컨대 땜납 충전 페이스트 또

는 은 충전 페이스트 등의 도전성 페이스트를 포함하는 도전성 범프가 형성될 수 있다.  도전성 범프는 하나 이

상의 도전성 재료를 포함할 수 있다.  특정의 예에서, 도전성 범프는 예컨대 구리, 니켈 등의 하나 이상의 희금

속을 포함할 수 있다.  일례에서, 도전성 범프는, 땜납, 주석 또는 공융 금속 등의 융합 가능 금속을 포함하는

구체(sphere)를 습윤 가능 금속층(232) 상에 위치키고, 그 후 도전성 범프를 가열하여 이들을 습윤 가능 금속층

(232)에 융합되도록 함으로써 형성될 수 있다.

최종적으로, 패키징된 반도체칩은 도 10a 및 도 10b에 예시된 바와 같이 개별 패키징된 반도체칩(10)을 형성하[0095]

기 위해 소잉 또는 다른 다이싱 방법에 의해 다이싱 레인(12)을 따라 서로 절단된다.  패키징된 반도체칩을 개

별 유닛으로 절단하기 위한 다양한 예의 공정이 본 명세서에 원용되어 있는 공동 소유의 미국 가출원 번호

60/761,171 및 60/775,086에 개시되어 있으며, 이들 중의 어떠한 것도 패키징된 반도체칩을 절단하여 도 10a 및

도 10b에 도시된 바와 같이 개별 패키징된 반도체칩을 형성하는 데 이용될 수 있다.

본 발명의 실시예에 따른 카메라 모듈(1030)(도 11)은, 센서 유닛의 배면 상에, 즉 촬상 영역(1026)을 보유하는[0096]

반도체칩(1000)  전면(1028)의 반대측의 표면 상에 증착된 컨택트(1042)를 갖는 센서 유닛(1020)을 포함한다.

센서 유닛은 도 1을 참조하여 도시 및 설명된 유닛일 수도 있다.  유사 센서 유닛 및 카메라 모듈이, 각각 대리

인 문서 번호 TESSERA 3.0-381 CIP 및 3.0-464로 식별되어 있는, 공동 소유의 2005년 11월 2일자로 출원된 미

국 특허 출원 번호 11/265,727 및 2005년 12월 30일자로 출원된 미국 특허 출원 번호 11/322,617에 개시되어 있

으며, 상기 특허 출원은 그 개시 내용이 본 명세서에 원용되어 있다.  센서 유닛의 컨택트(1042)는 땜납과 같은

융합 가능 도전성 재료의 매쓰(1082)에 의해 회로 패널(1070)의 단자(1080)에 연결된다.

이러한 구성의 광학 유닛(1050)은 하나 이상의 렌즈 또는 다른 광학 요소(1058)를 유지하도록 배치된 탑재부[0097]

(1052)를 갖는 터렛(turret) 또는 지지 구조체(1051)를 포함한다.  지지 구조체(1051)는 또한 탑재부(1052)로부

터 배면 방향으로 돌출하는 가늘고 긴 포스트(1062) 형태의 복수의 배면 요소(1062)를 포함한다.  이들 포스트

는 센서 유닛에 대해 광학 유닛을 위치시키기 위해 센서 유닛 내의 기준 평면과 맞닿거나 또는 기계적인 방식으

로 계합하는 배면(1054)을 갖는다.  도 11에 예시된 예에서, 배면(1054)은 촬상 영역(1026) 상에 위치하는 투명

커버(1034)의 전면에 맞닿고 있다.  이와 달리, 터렛 또는 지지 구조체는, 반도체칩(1000)에 대하여 터렛의 기

울어짐을 제한하면서 반도체칩(1000)에 대하여 광학 유닛(1050)의 높이를 기계적인 방식으로 설정하기 위해 예

컨대 포스트, 핀, 리세스 등의 정합 특징부(registration feature)를 포함한다.

포스트(1062)의 배면과 전면(1034) 간의 접속을 평평하고 두께가 균일하게 하는 것이 바람직하다.  이러한 목적[0098]

을 달성하기 위한 다른 방식으로, 예컨대 확산 접착을 통해 포스트(1062)의 배면(1054)에 있는 금속성 특징부에

야금학적으로 접착되는 금속성의 부착 특징부 또는 패드(1055)가 커버(1034)의 외부면(1036)에 제공될 수 있다.

이와 달리, 포스트의 배면을 커버에 접착시키기 위해 다소 얇은 접착제가 사용될 수 있다.

다른 실시예에서는, 포스트의 위치에서, 터렛 또는 지지 구조체(1051)가, 원통형 또는 다면체 형상을 갖는 체적[0099]
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을 둘러싸거나 또는 실질적으로 둘러싸는 배면 요소를 포함한다.  원통형 벽부 또는 다면체 형상(예컨대, 상자

형상)의 벽부를 갖는 이러한 배면 요소가 제공될 수 있으며, 배면 요소의 후위 표면이 커버(1034)의 외측 표면

(1036)에 제공된 바와 같은 센서 유닛의 기준 평면에 대해 맞닿게 된다.

도 12에 도시된 상기 실시예의 변형예에서, 센서 유닛(1020)은 센서 유닛의 앞에 탑재되며, 그에 따라 전방을[0100]

바라보는 촬상 영역(1028)이 회로 패널(1070)의 배면 또는 저면을 향하게 된다.  센서 유닛의 컨택트(1042)는

적합한 리드선(lead) 또는 와이어 본드(1002)에 의해 회로 패널의 도전체(1076)에 접속된다.  본 실시예에서,

광학 유닛(1050)의 배면 요소(1062)는 촬상 영역(1028)과 정렬된 회로 패널 내의 구멍부(1072)를 통과하여 돌출

한다.   달리  말하면,  구멍부(1072)는  광학  요소로부터 촬상 영역까지의 광경로를 수용하고 또한 배면 요소

(1062)를 수용하기에 충분할 정도로 크다.  전술한 바와 같이 전면 상에 컨택트를 갖는 센서 유닛을 포함하는

유사 구성이 이용될 수 있다.

본 발명의 다른 실시예에 따른 카메라 모듈(도 13)은 회로 패널(970)의 저면 또는 배면측 상에 위치된 점선으로[0101]

도시된 센서 유닛(920)을 포함한다.  여기에서도, 센서 유닛 내의 칩의 촬상 영역은 회로 패널 내의 구멍부

(972)와 정렬된다.  이러한 구성에서의 광학 유닛(950)은 하나 이상의 렌즈 또는 다른 광학 요소(958)를 유지하

도록 배치된 탑재부(902)를 갖는 터렛 또는 지지 구조체(952)를 포함한다.  지지 구조체(952)는 또한 탑재부

(902)로부터 후방으로 돌출하는 가늘고 긴 포스트 형태의 복수의 배면 요소(962)를 포함한다.  이들 포스트는

회로 패널 내의 애퍼처(974)를 통해 연장하고, 전술한 바와 같이 센서 유닛에 관련하여 광학 유닛을 위치시키기

위해 센서 유닛과 기계적으로 계합한다.   여기에서도,  포스트는 예컨대 포스트 "962a"와  "962b"  사이의 갭

(963a)과 같은 이들 사이의 갭을 형성한다.  여기에서도, 회로 패널(970)은 갭 내로 연장할 수도 있으며, 그에

따라 센서 유닛과 광학 유닛 사이에 연장할 수도 있어, 전술한 바와 같이 센서 유닛에 대한 접속의 구축을 용이

하게 한다.  도 13의 실시예에서, 갭은 상당한 높이를 갖는다.  완성된 조립체에서의 갭의 높이 HG는 회로 패널

(970)의 전면(901) 위의 탑재부(902)의 높이와 동등하다.  높이 HG는 대략 2 ㎜ 이상 정도인 것이 바람직하며,

5 ㎜ 이상인 것이 더욱 바람직하며, 1 ㎝ 이상인 것이 가장 바람직하다.  각각의 갭의 폭(즉, 회로 패널에 평행

한, 배면 요소(962a, 962b) 간의 수평 거리)은 대략 2 ㎜ 이상 정도인 것이 바람직하며, 대략 5 ㎜ 이상인 것이

더욱 바람직하며, 대략 1 ㎝ 이상인 것이 가장 바람직하다.  아래에 추가로 설명되는 바와 같이, 이러한 갭의

설치에 의해, 완성된 조립체에 대한 조작을 수행하기 위해 광학 요소와 구멍부(972) 사이의 영역에의 액세스가

가능하게 된다.  그러나, 조립체의 전체적인 높이를 증가시키지 않고서도 커다란 갭이 제공될 수 있다.  렌즈

(958)와 같은 광학 요소와 센서 유닛 간의 거리는 예컨대 렌즈(958)의 초점 거리와 같은 시스템의 광학 특성에

의해 설정된다.  따라서, 렌즈는 어떠한 경우에도 회로 패널의 전방에 상당한 거리로 지지될 수 있을 것이다.

도 13의 실시예에 따른 모듈 또는 조립체는 갭을 통해 및 바람직하게는 회로 패널 내의 구멍부(972)를 통해서도[0102]

센서 유닛에 대한 조작을 수행함으로써 조립 후에 처리될 수 있다.  예컨대, 조립체는 세정 작업 시에 갭 중의

하나 이상의 갭 내로 및 구멍부(972)를 통해 세정액, 세정 기구 또는 이들 모두가 삽입되어 센서 모듈의 표면을

청소할 수 있다.  예컨대, 센서 모듈이 회로 패널의 배면 또는 저면을 향해 전방으로 바라보는 커버를 통합하는

경우, 센서 칩의 촬상 영역과 정렬된 영역을 포함하는 구멍부에 정렬된 커버의 영역을 청소할 수 있다.  완성된

조립체에 대해 이러한 세정 작업을 수행할 수 있는 성능은 조립 공정 동안의 오염물의 영향을 상쇄한다.  그 결

과, 이에 의해 더 높은 품질의 카메라 유닛을 제공할 수 있게 되고, 또한 조립 동안에 적용되는 조건을 어느 정

도는 오염물을 제공하는 정도로 완화시킬 수 있게 된다.  예컨대, "클린 룸" 환경이 불필요하게 되거나, 또는

저렴한 낮은 품질의 클린 룸이 이용될 수도 있게 된다.  다른 예에서, 센서 유닛은 별도의 커버를 통합하지 않

는 대신에, 촬상 영역을 갖는 동시에 조립 공정 동안의 화학적 또는 기계적 손상으로부터 덮개 없는 칩(bare

chip)의 요소를 보호하는 효과가 있는 얇은 코팅의 형태로 패시베이션층을 갖는 "덮개 없는" 반도체칩으로만 구

성될 수도 있다.  이러한 덮개 없는 촬상 칩은 통상적으로 하나 이상의 촬상 요소 위에 먼지가 침적하는 것을

방지하기 위해 취급 동안 매우 엄격한 주의를 필요로 한다.  커버를 통합하고 있는 센서 유닛에 대한 요구사항

은 다소 덜 엄격하다.  그러나, 조립 후의 세정에 의하여, 커버를 포함하지 않는 센서 유닛의 조립체에는 덜 엄

격한 요구사항이 적용될 것이다.

본 발명의 다른 실시예에 따른 방법에서, 센서 유닛은 예컨대 커버를 포함하는 센서 유닛에서의 커버의 외부면[0103]

상에 위치하는 희생층, 또는 커버를 포함하지 않는 센서 유닛에서의 칩의 촬상 영역 상에 위치하는 희생층과 같

은, 센서 유닛의 전면 상에 위치하는 희생층을 포함할 수도 있다.  조립체는 정위치에 있는 희생층을 포함하여

제조된다.  완성된 조립체는 그 후 희생층 또는 센서 유닛의 촬상 영역에 정렬된 희생층의 적어도 일부분을 구

멍부(972)를 통해 및 지지 구조체(952) 내의 하나 이상의 갭(963)을 통해 제거하는 작업에 놓이게 된다.  예컨

대, 희생층은 용해에 의해 제거되거나, 또는 희생층을 기계적으로 계합하여 센서 유닛으로부터 박리시킴으로써
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제거될 것이다.  희생층의 제거에 의해 그 희생층 상에 축적되어 있을 수도 있는 어떠한 오염물이 제거된다.

갭을 통해 다른 조작 또한 수행될 수 있다.  예컨대, 회로 패널의 도전체를 계합하여 이들을 센서 유닛의 컨택[0104]

트에 접착시키기 위한 공구가 갭 내에 삽입될 수도 있다.  이와 달리, 구멍부(972), 하나 이상의 추가의 애퍼처

(974), 또는 이러한 용도로 회로 패널에 제공된 다른 애퍼처(도시하지 않음)를 통해, 도전체와 센서 유닛 사이

에 연장하는 와이어 본드를 제공하기 위해 와이어-본딩 공구가 이용될 수도 있다.

전술한 바와 같이 커다란 갭을 제공하기 위해 포스트 형상의 배면 요소를 설치하는 것은 반드시 필수적인 것은[0105]

아니다.  예컨대, 배면 요소는 플레이트 또는 리브의 형태가 될 수도 있다.  또한, 복수의 갭을 제공하지 않고,

여러 조작을 위해 단지 하나의 갭으로 충분할 수도 있다.

도 14는 본 발명의 다른 실시예에 따른 광학 유닛 또는 카메라 모듈을 예시한다.  본 실시예에서, 센서 유닛[0106]

(1120)은 예컨대 솔더 매쓰(1146)를 통해 커버(1128)의 외부면(1138) 상에 위치하는 회로 패널의 단자(1144)에

도전  가능하게  접속된  컨택트(1142)를  갖는다.   커버의  벽부(1130)는,  벽부의  에지(1132)에서의  편심거리

(radius)가 경사가 완만하고, 바람직하게는 반도체칩의 전면(1102) 상에 제공된 제1 컨택트(1134)의 세트와 벽

부(1130) 간의 원활한 전환을 제공하도록, 경사지는 것이 바람직하다.  도전성 트레이스(1156)의 세트가 제1 컨

텍트(1134)로부터 벽부(1130)를 따라 또한 커버(1128)의 외부면(1138) 상으로 연장하며, 이들은 컨택트(1128)에

도전 가능하게 접속된다.  바람직하게는 전기 영동 증착을 통해 증착된 에폭시 또는 다른 중합성 재료와 같은

유전체 코팅(1158)이 도전성 트레이스(1156) 상에 위치하고, 예컨대 컨택트(1142) 상에 노출된 개구를 갖는 솔

더 마스크와 같은 패시베이션층으로서 이용된다.

도 12를 참조하여 도시 및 설명된 예에서와 같이, 광학 유닛(1150)은 예컨대 렌즈 또는 다른 것 중에서 굴절성[0107]

또는 회절성 요소, 필터, 반사기 및 산란기로부터 선택된 다른 광학 소자와 같은 광학 요소(1158)를 지지하는

구조로부터 후방으로 연장하는 배면 요소(1162)의 세트를 갖는다.  여기에서도, 배면 요소의 배면(1164)은 회로

패널 내의 구멍부(1172)를 통해 연장하도록 구성되어, 커버(1128)의 외부면(1138) 또는 센서 유닛(1120)의 다른

기준 평면과 맞닿거나 계합한다.

전술한 실시예에서, 회로 패널은 센서 유닛의 촬상 영역과 정렬하여 회로 패널을 관통하여 연장하는 구멍부를[0108]

갖는다.  이러한 구멍부는 회로 패널 내의 투명 영역을 형성한다.  다른 실시예에서, 회로 패널은 센서 유닛의

촬상 영역과 정렬하여 강성이지만 투명한 영역을 포함한다.  예컨대, 회로 패널은 투명 유전체 재료로부터 형성

될 수 있으며, 그 경우 회로 패널의 투명 영역은 단순히 회로 패널의 도전체가 투명 영역을 교차하지 않도록 도

전체를 배정함으로써 제공될 수 있다.

도 15는 패키징된 반도체칩(10)(도 1)의 변형예에 따른 패키징된 반도체칩(1500)을 예시하는 단면도이다.  도[0109]

15에 도시된 바와 같이, 패키징된 반도체칩의 외부 컨택트(1528)는 패키징된 반도체칩의 하위 표면에 의해 형성

된 패키징된 반도체칩의 레그(1515)에서 노출되어 있으며, 외부 컨택트(1528)는 반도체칩의 에지(1502)에 인접

하여 배치되어 있다.  회로 패널과 같은 외부 요소에 대한 상호접속은 제1 단부에 있는 외부 컨택트(1528) 및

제2 단부에 있는 회로 패널(1540)의 단자(1532)에 접속된 본드 와이어(1530)를 형성함으로써 이루어질 수 있으

며, 회로 패널은 패키징된 반도체칩의 광전 요소(1512), 예컨대 이미지 센서와 정합하여 개구(1542)를 갖는다.

이와 달리, 와이어 본드 대신에, 컨택트(1528)를 패키징된 반도체칩의 배면(114) 상에 노출된 외부 요소에 상호

접속시키기 위해 예컨대 솔더 매쓰 등과 같은 도전성 매쓰가 사용될 수 있다.

도 16a는 패키징된 반도체칩(10)(도 1)의 변형예에 따른 패키징된 반도체칩(1600)을 예시하는 단면도이다.  본[0110]

실시예에서, 반도체칩(1602)에서의 커다란 개구(1604)가 반도체칩의 두께(1606)의 대부분을 통해 연장하며, 비

아(1608)가 커다란 개구 내에서 전면 도전성 컨택트(116)까지 연장한다.  커다란 개구(1604)는 비아(1608) 중의

개별 비아 상에 위치하는 구멍부 형태로 제공될 수 있거나, 이와 달리 도 6a에 도시된 바와 같은 각각의 개별

칩의 접착 패드의 행(row)의 형태로 제공되거나, 또는 칩을 포함하는 웨이퍼의 길이를 연장하는 채널의 형태로

제공될 수 있다(도 6b).  웨이퍼 형태로 있는 동안의 칩의 두께(1606)는 도 16a에 도시된 패키징된 반도체칩을

형성하기 위한 단계들을 수행하기 전에 원래의 두께로부터 감소된다.  예컨대, 칩을 포함하고 있는 소자 웨이퍼

는 소자 웨이퍼를 대응하는 리드 요소에 접착시키기 전에 약 200 ㎛의 두께를 갖도록 배면으로부터 그라인딩 또

는 랩핑에 의해 얇게 될 수 있다.  웨이퍼를 리드 요소에 접착한 후에 그라인딩이 수행되면, 두께는 예컨대 50

㎛ 까지 더욱 감소될 수 있다.

도 16a에 도시된 예에서, 도전성 트레이스(1610)는 비아(1608) 및 개구(1604)의 벽부를 따라 칩의 접착 패드[0111]

(116)로부터 상방향으로 연장한다.  이와 달리, 비아(1608)는 도전성 재료로 채워질 수 있다.  이러한 경우에,
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트레이스(1610)는 몇몇 비아에 의해 공유된 개구(1604)의 벽부를 따라 상방향으로 비아 중의 개별 비아로부터

연장할 수 있다(배면을 향해 바라본 평면도(도 16b)를 참조).  트레이스(1610)는 반도체칩(1602)의 배면(1614)

상의 위치에서 외부 컨택트(1628)에 연결된다.  도 1 및 도 15∼24b는 채워진 작은 비아(1908)(예컨대, 도 19a)

또는 비아(예컨대 1608)를 따라 연장하는 트레이스를 갖는 실시예를 도시하고 있지만, 각각의 경우에서 도전성

비아의 다른 구조가 상호 변경 가능하다.

이와 달리, 각각의 커다란 개구(1604)가 그 안에 하나의 비아만을 갖고 있을 때, 비아(1608) 및 커다란 개구[0112]

(1604)는 비아(1608) 및 개구(1604)의 벽부 상에 배치된 유전체층(1620) 상에 위치하는 도전성 재료로 채워질

수 있다.

도 17은 도 15를 참조하여 도시 및 설명된 실시에의 변형예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하고 있다.  이 예[0113]

는 칩보다는 광학적으로 투광성의 리드가 그 에지에 인접한 하위 표면에 의해 정해진 레그(1715) 및 레그 상에

배치된 컨택트(1728)를 갖는다.  도 17은 예컨대 스핀 코팅된 유전체, 솔더 마스크 등과 같은 하나 이상의 유전

체층(1720, 1722)이 리드의 상면 상에 연장할 수도 있는 실시예를 예시하고 있다.  그러나, 리드(1704)가 통상

적으로 유전체 특성을 갖는다면, 이러한 유전체층은 반드시 필요하지는 않을 것이며, 일반적으로 생략될 수 있

다.   또한,  도 17에 도시된 바와 같이,  리드의 내부면(1706)은 지지 구조체(1710)에 의해 반도체칩의 전면

(1702)으로부터 이격된다.  비아는, 리드를 포함하고 있는 리드 웨이퍼가 칩(1700)을 포함하고 있는 소자 웨이

퍼에 소자 웨이퍼와 리드 웨이퍼 사이의 지지 구조체(1710)를 두고 결합된 후에, 형성되는 것이 바람직하다.

리드 및 지지 구조체(1710) 내에 구멍부(1714)를 형성하여 컨택트(1716)를 노출시킨 후에, 비아를 금속화하고,

컨택트(1728), 트레이스 등을 형성하기 위해, 전술한 바와 같은 각종 에칭, 밀링, 레이저 드릴링 또는 기계식

드릴링 공정이 이용될 수 있다.

도 18은 도 17에 도시된 실시예의 변형예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하고 있으며, 이 변형예는 도 16a 및[0114]

도 16b에 도시된 실시예와 유사성을 갖는다.  본 실시예에서, 리드 내의 커다른 개구(1804)의 벽부를 따라 연장

하는 트레이스(1824)는 제1  단부에서는 금속화된 비아(1808)에 접속되고, 제2  단부에서는 리드(1820)의 상면

(1844) 상에 위치하는 외부 컨택트(1828)에 접속된다.  비아는 지지 구조체(1810)를 통해 반도체칩의 도전성 컨

택트(1816)까지 연장한다.  외부 요소에 대한 전기적인 상호접속은, 외부 컨택트(1828)에 부착된 본드 와이어를

통해 또는 예컨대 솔더 볼, 범프 등과 같은 솔더 매쓰를 통해 제공될 수 있다.

도 19a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 적층 가능한 칩-스케일 패키징된 반도체칩(1910)을 예시하는 단면도이[0115]

다.  패키징된 반도체칩은 동적 랜덤 액세스 메모리("DRAM")와 같은 특정 유형의 미소전자 소자를 포함할 수 있

다.  반도체칩(1901)의 전면(1902)으로부터 내측으로 연장하는 도전성 비아(1908)가 반도체칩의 배면(1914) 내

의 커다란 개구의 벽부를 따라 연장하는 트레이스(1924)에 접속한다는 점에서, 패키징된 반도체칩(1910)은 패키

징된 반도체칩(1600)(도 16a)과 유사한 특징을 갖는다.  그러나, 패키징된 반도체칩(1910)은 전면 상에 위치하

지 않는 리드를 포함하지 않으며, 도전성 비아(1908)가 반도체칩(1901)의 전면을 따라 연장하는 재분배 트레이

스(redistribution  trace)(1912)를 통해 접착 패드(1909)에 접속된다.   도 19b는 패키징된 반도체칩의 배면

(1914a)을 향해 바라본 대응 평면도이다.  도 19a의 도면은 도 19b의 라인 19A-19A'을 따라 절취된 것이다.  도

19b에 예시된 바와 같이, 트레이스(1924)는 비아(1908)로부터 커다란 개구(1904)의 벽부(1926)를 따라 또한 배

면(1914) 상으로 상방향으로 연장한다.  트레이스(1924)는 반도체칩의 배면(1914) 상에 위치하는 외부 컨택트

(1928)에 접속한다.  도 19c를 참조하면, 반도체칩(1901)의 전면을 향해 바라본 평면도가 도시되어 있으며, 이

반도체칩은 예컨대 DRAM을 포함하고 있다.  DRAM에서는, 통상적으로 접착 패드(1909)가 메모리 회로(1920) 사이

에 행으로 제공된다.  도 19a는 도 19c의 라인 19A-19A'을 따라 절취된 것이다.  전면(1902) 상의 재분배 트레

이스(1912)는 접착 패드(1909)를 도전성 비아(1908)에 접속시킨다.  일부 트레이스가 도전성 비아로부터 떨어진

제1 방향으로 연장하고, 다른 트레이스가 비아로부터 떨어진 제2 방향으로 연장하도록, 트레이스가 도 19b 및

도 19c에 도시된 바와 같이 배치될 수 있으며, 여기서 제2 방향과 제1 방향은 서로 반대 방향이다.  이로써, 도

전성 비아의 좌측편에 대한 접착 패드는 일부 도전성 비아에 접속되며, 도전성 비아의 우측편에 대한 접착 패드

는 다른 도전성 비아에 접속된다.

다시 도 19a를 참조하면, 도전성 비아(1908)는 이들이 전면(1902)으로부터 반도체칩의 배면(1914)을 향하는 방[0116]

향으로 작아지게 되도록 테이퍼된다.  도전성 비아는 유전체층(1922)에 의해 반도체칩의 반도체 재료로부터 절

연된다.  패시베이션층(1924)은 도전성 비아(1908)를 포함하는 반도체칩의 전면(1902) 상에 위치한다.  유전체

층 내의 구멍부(1934)는 반도체칩의 전면에 있는 컨택트(1936)를 노출시킨다.  전면 컨택트(1936)는 접착 패드

(1909)와 정합될 수 있지만 정합되지 않는 것이 바람직하다.
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유전체 충전 재료(1940)가 패키징된 칩(1901)에 대한 기계적 지지뿐만 아니라 트레이스 간의 전기적 고립을 제[0117]

공하기 위해 커다란 개구(1904) 내의 트레이스(1924) 상에 위치하는 것이 바람직하다.  예컨대 솔더 마스크와

같은 유전체층(1942)이 트레이스(1924) 상에 위치하는 것이 바람직하다.  유전체층 내의 개구(1944)는 칩의 배

면 컨택트(1946)를 노출시킨다.

전면 컨택트(1936) 및 배면 컨택트(1946) 모두를 제공함으로써, 여러 개의 패키징된 칩이 하나 위에 다른 하나[0118]

가 적층되어, 패키징된 칩의 적층 조립체(1950)를 형성할 수 있다(도 19d).  이러한 구성에서, 전면 컨택트는

배면 컨택트와 정렬된다.  적층 조립체에서의 패키징된 칩의 각각의 인접 패키징된 칩 간의 연결은 도전성 매쓰

를 통해 이루어진다.  전면 상의 유전체층(1930) 및 배면 상의 유전체층(1942)은 상호접속이 제공된 곳을 제외

하고는 조립체 내의 인접 패키징된 칩(1910) 간의 전기적 고립을 제공한다.

적층된 조립체(1950)의 이점은, 전면 컨택트 및 배면 컨택트가 패키징된 칩 내의 커다란 개구(1904)로부터 오프[0119]

셋된다는 점이다.  따라서, 패키징된 칩을 상호접속할 때의 적층된 조립체에 가해지는 압력은 커다란 개구로부

터 떨어진 지점에 있는 이들 컨택트에서 주로 느껴지게 된다.  이러한 구성은 반도체칩이 커다란 개구를 형성하

기 위한 반도체 재료의 제거에 의해 약화될 가능성이 있는 곳에서 커다란 개구에 있는 패키징된 칩에 압력을 가

하는 것을 방지하는데 도움을 준다.

오프셋 컨택트를 채용함에 따른 한 가지 가능한 이점은, 칩의 실제 접착 패드와 전면 및 배면 컨택트 간에 재분[0120]

배 트레이스를 제공할 수 있다는 것이다.  예컨대 DRAM과 같은 특정 유형의 메모리의 칩 선택 특징은, 칩의 어

떠한 접착 패드가 이들 칩 위에 위치하는 다른 칩의 접착 패드에 연결되지 않는 것을 요구할 수도 있다.

도 19e는 도 19a 내지 도 19c에 예시된 실시예의 변형예를 예시하는 단면도이다.  이 경우, 배면 컨택트(194[0121]

6')는 커다란 개구(1904)의 좌측편과 우측편 양측에서 배면에 노출된다.  마찬가지로, 전면 컨택트(1936')는 개

구(1904)의 좌측편과 우측편 양측에서 전면에 노출된다.  트레이스(1926')는 2개의 배면 컨택트(1946')를 동일

한 도전성 비아(1908)에 접속시킨다.  도 10f는 도전성 매스(1952')가 커다란 개구의 각각의 좌측편과 우측편

상의 전면 컨택트를 커다란 개구의 각각의 좌측편과 우측편 상의 전면 컨택트에 결합시키고 있는 대응하는 적층

조립체를 예시하는 단면도이다.  도 19e 및 도 19f에 도시된 구성의 또 다른 가능한 이점은, 인접한 칩들 간에

흐르는 전류가 이제는 각각의 신호 마다에 대해 좌측 컨택트와 우측 컨택트의 세트를 통해 흐르기 때문에 패키

징된 칩 간의 인덕턴스가 감소된다는 점이다.

도 20a는 칩이 DRAM을 포함할 때의 적층 가능한 패키징된 칩(1910)의 장점을 예시하는 단면도이다.  DRAM을 포[0122]

함한 특정 유형의 반도체칩은 칩의 전면으로부터 하방향으로 연장하는 높은 종횡비의 트렌치(1960)에 형성된 커

패시터를 포함한다.  간혹, 칩의 접착 패드가 이러한 트렌치 커패시터의 어레이(1962)에 근접하게 배치되는 경

우가 있다.   패키징된 칩(1910)에서,  전면  컨택트와 배면 컨택트 간의 상호접속은 트렌치 커패시터 어레이

(1962)로부터 약간의 거리에 있는 커다란 개구를 통해 이루어진다.  도 20b를 참조하면, 적층체 내의 인접한 칩

(1910)들 간의 상호접속은 트렌치 커패시터 어레이의 배치 또는 기능과 간섭하지 않는 칩을 통해 연장하는 상호

접속을 이용하여 제공될 수 있다.

커다란 개구 내의 트레이스와 도전성 비아 간의 상호접속은, 상이한 방식으로 달성될 수 있다.  도 21a는 상호[0123]

접속의 일례를 나타낸다.  도 21b에 확대도로 도시된 바와 같이, 칩의 전면(2102)으로부터 하방향으로 연장하도

록 형성된 도전성 비아(2108)는 금속으로 채워진다.  예컨대, 전면으로부터 구멍부를 에칭한 후, 비교적 얇은

금속층이 구멍부의 벽부 및 저부를 덮도록 스퍼터링될 수 있다.  그 후, 금속 충전을 형성하기 위해 전해 도금

이 이용될 수 있다.  도 21b에 예시된 바와 같이, 커다란 개구(2104)는, 예컨대 도전성 비아를 형성하고 있는

금속을 유지하면서 반도체 재료를 선택적으로 에칭하는 화학적 에칭에 의해 형성된다.  개구(2104)의 과에칭은

도전성 비아의 상면(2170)을 완전히 노출시키는 결과로 나타난다.  그 후, 유전체층(2122)이 형성되고, 개구가

예컨대 레이저를 사용하여 비아(2108) 상에 위치하는 유전체층 내에 형성된다.  레이저는 비아가 커다란 개구의

저부(2106) 상에 위치하는 유전체층과는 상이한 초점 평면에 있기 때문에 비아의 상면 위에서부터 유전체층을

선택적으로 제거할 수 있다.  후속하여, 도전성 트레이스(2124)가 형성될 때, 트레이스는 비아(2108)의 전체 상

면(2170)과 접촉한다.

도 22a는 다른 예의 상호접속을 예시하고 있다.  도 22b에 확대도로 예시된 바와 같이, 커다란 개구(2204)는 도[0124]

전성 비아를 형성한 후에 소잉함으로써 형성된다.  그리고나서, 유전체층(2222)을 형성한 후, 예컨대 레이저를

이용하여 유전체층 내에 개구를 형성한다.  이 예에서, 레이저 개구는 유전체층이 개구(2206)의 저부에 있는 반

도체 재료를 접촉하는 개구를 형성하는 것을 방지하기 위해 크기가 축소된다.
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도 23a 내지 도 23f는 칩의 커다란 개구에 도전성 트레이스를 형성한 후에 그 개구를 채우기 위한 다양한 대안[0125]

을 예시하는 단면도이다.  도 23a에 예시된 바와 같이, 도전성 트레이스를 형성한 후, 유동 가능한 유전체 충전

재료(2330)가 커다란 개구 내에 또는 칩의 배면 상에 증착되거나 분배된다.  유동 가능한 유전체 재료는, 충전

재료가 개구(2304)를 충전하고 또한 배면(2314)과 대략 동일한 높이의 표면을 제공하도록, 예컨대 스핀 코팅 또

는 열처리에 의해 개구 내로 분배되도록 된다.  그리고나서, 충전 재료(2330) 및 트레이스(2328) 상에 위치하도

록 솔더 마스크(2332)가 증착되며, 솔더 마스크 내의 개구는 배면 컨택트(2346)를 노출시킨다.  도 23b는 충전

재료(2340)가 커다란 개구보다 큰 체적을 가져 배면(2304) 위로 튀어나오도록 하는 대안을 예시하고 있다.  이

와 달리, 충전 재료(2340)가 균일하게 분포되지 않을 때, 충전 재료는 배면(2314) 위로 튀어나올 수도 있다.

도 23c는 충전 재료(2350)의 체적이 개구(2304)의 체적보다 작을 때 또는 충전 재료(2350)가 균일하게 분포되지

않을 때의 다른 예를 도시하고 있다.

도 23d는 도 23a에 도시된 것과 유사하지만, 충전 재료(2370)를 증착하기 전에 솔더 마스크층(2372)이 증착되는[0126]

다른 대안을 예시하고 있다.  도 23e는 도 23b에 도시된 것과 유사하지만, 충전 재료(2380)를 증착하기 전에 솔

더 마스크층(2382)이 증착되는 다른 예를 도시하고 있다.  마지막으로, 도 23f는 도 23c에 도시된 것과 유사하

지만, 충전 재료(2390)를 증착하기 전에 솔더 마스크층(2392)이 증착되는 다른 예를 도시하고 있다.

도 24a는 도 19a 내지 도 19c에 예시된 패키징된 칩의 변형예를 예시하는 단면도이다.  도 24b는 패키징된 칩의[0127]

도전성 비아(2408)를 나타내는 확대도이다.  본 변형예에서, 도전성 비아(2408)는 칩의 전면(2402)을 향하는 방

향으로 커다란 개구를 통해 가해지는 압력으로부터 형성된다.  이 경우, 그 공정은 도 16a 및 도 16b를 참조하

여 설명한 것과 유사하다.  제조하는 동안, 칩(2400)을 포함하는 소자 웨이퍼는 전면 상에 전면 컨택트(2436),

트레이스(2432) 및 유전체층(2422)을 형성한 후에 캐리어 웨이퍼(도시하지 않음) 상에 전면을 아래로 하여 일시

적으로 탑재될 수 있다.  커다란 개구를 형성한 후, 구멍부는 레이저 드릴링, 에칭, 기계적 밀링 등에 의해 커

다란 개구 내에서부터 비아용으로 형성될 수 있다.  구멍부가 형성된 후,  캐리어 웨이퍼는 도전성 트레이스

(2402)를 구멍부의 저부에 있는 정위치에 유지하는데 도움을 주기 위해 도전성 트레이스(2402에 대한 기계적 지

지를 제공할 수 있다.  후속하여, 비아 및 커다란 개구는, 비아 및 커다란 개구 내에 및 배면(2414) 상으로 연

장하는 도전성 트레이스(2442)를 형성하기 위한 동시 가공에 의해 금속화될 수 있다.

도 19a 내지 도 19c를 참조하여 전술된 패키징된 칩(1910)의 다른 변형에서, 도 25a는 솔더 볼(2550) 형태의 노[0128]

출된 칩간(chip-to-chip) 상호접속부를 갖는 칩(2510)을 예시하고 있다.  본 실시예에서, 솔더 볼(2550)은 커다

란 개구(2504) 내의 도전성 비아(2508)의 상면에 결합된다.  도전성 비아는 예컨대 도전성 트레이스를 통해 칩

(2510)의 전면(2502) 상의 접착 패드(2509) 또는 다른 컨택트에 도전 가능하게 접속될 수 있다.  도전성 비아

(2508)에 정합하는 개구를 갖는 패시베이션층(2522)이 도전성 트레이스(2512) 및 접착 패드(2509) 상에 위치한

다.  도 25b는, 도 25a에 예시된 칩(2510)의 복수 개를 포함하고, 이 칩의 각각이 다음의 인접 칩과의 사이에

있는 솔더 볼(2550)을 통해 상호접속되는 적층 조립체를 예시하고 있다.

도 26a는 도 25a에 도시된 실시예의 변형예로, 솔더 볼(2650)이 칩의 전면(2602) 아래에서 하방향으로 돌출하도[0129]

록 도전성 비아(2608)의 저면(2628)에 결합되는 예를 예시하고 있다.  도 26b는 인접 칩(2610) 간의 솔더 볼

(2650)을 통해 서로 도전 가능하게 결합되어 있는 복수의 칩(2610)을 포함하는 적층 조립체를 예시하고 있다.

도 27a는 도 25a에 도시된 실시예의 변형예로, 금 또는 기타 금속으로 구성되는 스터드 범프(2750)가 도전성 비[0130]

아(2708)의 상면(2718)에 결합되는 예를 예시하고 있다.  도 27b는 스터드 범프(2750)가 인접 칩을 도전 가능하

게 상호접속시키는 대응하는 적층 조립체를 예시하고 있다.

도 28a는 도 26a에 도시된 변형예와 유사한 다른 변형예로, 스터드 범프가 칩의 전면(2802)으로부터 하방향으로[0131]

돌출하도록 도전성 비아의 저면에 결합되는 예를 예시하고 있다.  도 28b는 도 28a에 도시된 것과 같은 칩

(2810)이 스터드 범프(2850)에 의해 도전 가능하게 상호접속되는 대응하는 적층 조립체를 예시하고 있다.

본 발명을 특정의 실시예를 참조하여 설명하였지만, 이들 실시예는 단지 본 발명의 원리 및 응용에 대한 예시를[0132]

위한 것이다.  따라서, 이러한 예시 실시예에 대해 다수의 수정이 이루어질 수도 있으며, 첨부된 청구범위에 의

해 한정된 바와 같은 본 발명의 사상 및 범위로부터 일탈함이 없이 다른 구성이 고려될 수도 있다.

예컨대, 본 발명의 특정 실시예에서, 도전성 트레이스는 반도체칩의 전면에 있는 도전성 특징부로부터 리드의[0133]

에지를 따라 또는 반도체칩을 덮고 있는 리드에 형성된 개구의 벽부를 따라 커버 요소의 외부면 상으로 연장한

다.
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도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0019]

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 복수의 패키징된 반도체칩의 동시 제조 방법에서의 단계를 예시하는 단면도이[0020]

다.

도 3a 및 도 3b는 본 발명의 실시예에 따른 제조 단계를 예시하는 단면도와 그에 대응하는 하향(top-down) 평면[0021]

도이다.

도 3c 및 도 3d는 본 발명의 실시예에 따른 제조 단계에서의 리드 부재의 설치를 예시하는 단면도와 그에 대응[0022]

하는 평면도이다.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 제조 방법에서의 단계를 예시하는 단면도이다.[0023]

도 5a 및 도 5b는 본 발명의 실시예에 따른 제조 단계를 예시하는 단면도 및 그에 대응하는 하향 평면도이다.[0024]

도 6a는 본 발명의 실시예에 따른 제조 단계를 예시하는 평면도이다.[0025]

도 6b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 제조 단계를 예시하는 평면도이다.[0026]

도 7a, 도 7b 및 도 7c는 각각 본 발명의 실시예에 따른 제조 단계를 예시하는 단면도, 그에 대응하는 하향 평[0027]

면도, 및 확대도이다.

도 8a 및 도 8b는 본 발명의 실시예에 따른 제조 단계를 예시하는 단면도 및 그에 대응하는 하향 평면도이다.[0028]

도 9a 및 도 9b는 본 발명의 실시예에 따른 제조 단계를 예시하는 단면도 및 하향 평면도이다.[0029]

도 10a 및 도 10b는 본 발명의 실시예에 따른 제조 단계를 예시하는 단면도 및 하향 평면도이다.[0030]

도 11은 본 발명의 실시예에 따른 카메라 모듈 등의 광전자 소자 모듈을 예시하는 단면도이다.[0031]

도 12 및 도 13은 본 발명의 실시예에 따른 카메라 모듈 등의 다른 광전 소자 모듈을 예시하는 단면도 및 그에[0032]

대응하는 사시도이다.

도 14는 본 발명의 실시예에 따른 카메라 모듈 등의 또 다른 광전 소자 모듈을 예시하는 단면도이다.[0033]

도 15는 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 포함하는 조립체를 예시하는 단면도이다.[0034]

도 16a는 본 발명의 다른 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 포함하는 단면도이다.[0035]

도 16b는 도 16a에 도시된 패키징된 반도체칩을 예시하는 평면도이다.[0036]

도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0037]

도 18은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0038]

도 19a는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 부분 단면도이다.[0039]

도 19b는 도 19a에 도시된 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 평면도이다.[0040]

도 19c는 도 19a에 도시된 본 발명의 실시예의 변형예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 평면도이다.[0041]

도  19d는  도  19a에  도시된  바와  같은  복수의  패키징된  반도체칩을  포함하는  적층  조립체를  예시하는[0042]

단면도이다.

도 19e는 도 19a에 도시된 본 발명의 실시예의 변형예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 부분 단면도이다.[0043]

도 19f는 도 19a에 도시된 바와 같은 복수의 패키징된 반도체칩을 포함하는 적층 조립체를 예시하는 부분 단면[0044]

도이다.

도 20a는 도 19a에 도시된 본 발명의 실시예의 변형예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0045]

도  20b는  도  20a에  도시된  바와  같은  복수의  패키징된  반도체칩을  포함하는  적층  조립체를  예시하는[0046]

단면도이다.

도 21a는 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0047]

등록특허 10-1460141

- 24 -



도 21b는 도 21a에 도시된 패키징된 반도체칩을 예시하는 상세 확대도이다.[0048]

도 22a는 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0049]

도 22b는 도 22a에 도시된 패키징된 반도체칩을 예시하는 상세 확대도이다.[0050]

도 23a, 도 23b 및 도 23c는 본 발명의 실시예에 따른 변형예를 예시하는 패키징된 반도체칩을 도시하는 단면도[0051]

이다.

도 23d, 도 23e 및 도 23f는 본 발명의 실시예에 따른 변형예를 예시하는 패키징된 반도체칩을 도시하는 단면도[0052]

이다.

도 24a는 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0053]

도 24b는 도 24a에 도시된 패키징된 반도체칩을 예시하는 상세 확대도이다.[0054]

도 25a는 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0055]

도  25b는  도  25a에  도시된  바와  같은  복수의  패키징된  반도체칩을  포함하는  적층  조립체를  예시하는[0056]

단면도이다.

도 26a는 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0057]

도  26b는  도  26a에  도시된  바와  같은  복수의  패키징된  반도체칩을  포함하는  적층  조립체를  예시하는[0058]

단면도이다.

도 27a는 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0059]

도  27b는  도  27a에  도시된  바와  같은  복수의  패키징된  반도체칩을  포함하는  적층  조립체를  예시하는[0060]

단면도이다.

도 28a는 본 발명의 실시예에 따른 패키징된 반도체칩을 예시하는 단면도이다.[0061]

도  28b는  도  28a에  도시된  바와  같은  복수의  패키징된  반도체칩을  포함하는  적층  조립체를  예시하는[0062]

단면도이다.
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